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(57)【要約】
【課題】データ駆動部等を交換することなく液晶表示装
置が利用できる画素電圧範囲を増加させて、透過率を向
上させることができ、駆動部の製造費用を節減し、表示
板の開口率を向上させることができる液晶表示装置を提
供する。
【解決手段】液晶表示装置は、互いに対向する第１基板
及び第２基板と、第１基板及び第２基板の間に配置され
液晶分子を含む液晶層と、第１基板上に形成されゲート
信号を伝達するゲート線と、第１基板上に形成され異な
る極性の第１データ電圧及び第２データ電圧をそれぞれ
伝達する第１及び第２データ線と、ゲート線及び第１デ
ータ線に接続される第１スイッチング素子と、ゲート線
及び第２データ線に接続される第２スイッチング素子と
、第１スイッチング素子及び第２スイッチング素子に各
々接続され、互いに分離されている第１画素電極及び第
２画素電極とを有し、液晶層は正の誘電率異方性を有す
る液晶分子を含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マトリクス状配列されている複数の画素と、基板上に形成されてゲート信号を伝達する
複数のゲート線と、前記基板上に形成されて第１データ電圧及び第２データ電圧を伝達す
る複数の第１データ線及び第２データ線とを有し、
　前記画素は、前記ゲート線及び前記第１データ線に接続される第１スイッチング素子、
前記ゲート線及び前記第２データ線に接続される第２スイッチング素子、前記第１スイッ
チング素子及び第２スイッチング素子に接続される液晶キャパシタを含み、
　前記液晶キャパシタは、第１画素電極、第２画素電極、前記第１画素電極及び第２画素
電極の間に位置し、正の誘電率異方性を有する液晶層を含み、
　前記液晶層は垂直配向型であり、前記各画素は、１つ以上のフレーム期間において画像
を表示した後、低階調の画像を少なくとも１フレーム間表示することを特徴とする液晶表
示装置。
【請求項２】
　前記複数の画素は同一フレーム期間において低階調の画像を表示することを特徴とする
請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記低階調の画像は１フレーム期間に表示されることを特徴とする請求項２に記載の液
晶表示装置。
【請求項４】
　前記複数の画素のうちの少なくとも１つの画素行又は少なくとも１つの画素列は、同一
フレーム期間において低階調の画像を表示し、その他の画素は前記同一フレーム期間にお
いて前記画像を表示することを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　隣接する２つの画素行又は隣接する２つの画素列は、連続する２フレーム期間に順次に
低階調の画像を表示することを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記低階調の画像を表示する少なくとも１つの画素行は、同一フレーム期間において同
時に低階調の画像を表示することを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記低階調のデータ電圧は前記画像のデータ電圧の２／３以下であることを特徴とする
請求項１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は液晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、現在最も広く使用されている平板表示装置（フラットパネルディスプ
レイ）のうちの１つであって、画素電極と共通電極等電場生成電極が形成されている２枚
の表示板とその間に挟持された液晶層とからなり、電場生成電極に電圧を印加して液晶層
に電場を生成し、これを通じて液晶層の液晶分子の配向を決定し、入射光の偏光を制御す
ることによって画像を表示する。
【０００３】
　また、液晶表示装置は、各画素電極に接続されるスイッチング素子及びスイッチング素
子を制御して画素電極に電圧を印加するためのゲート線とデータ線等の複数の信号線を含
む。
【０００４】
　このような液晶表示装置は、外部のグラフィック制御器から入力画像信号を受信し、入
力画像信号は、各画素の輝度情報を含み、各輝度は決められた数を有する。各画素は、所
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望の輝度情報に対応するデータ電圧が印加される。画素に印加されたデータ電圧は、共通
電圧の差に応じて画素電圧として表れ、画素電圧に応じて各画素は画像信号の階調が示す
輝度を表示する。この場合、液晶表示装置が利用できる画素電圧の範囲は駆動部によって
決定されている。
【０００５】
　一方、液晶表示装置の駆動部は、多数の集積回路チップの形態で表示板に直接取り付け
るか、フレキシブル回路膜等に装着されて表示板に取り付けられる。このような集積回路
チップは液晶表示装置の製造費用の高い比率を占めている。
【０００６】
　また液晶表示板組立体に形成されるゲート線又はデータ線等の配線が多くなるほど表示
装置の開口率が著しく減少する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そこで、本発明の目的は、駆動部を交換することなく、液晶表示装置が利用できる画素
電圧の範囲を増大させて透過率を高め、かつ駆動部の製造費用を節減し、表示板の開口率
を向上させることである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、液晶表示装置の高いコントラスト比と広視野角を同時に確保し、
液晶分子の応答速度を高めることである。
【０００９】
　本発明の他の目的は、外部からの圧力等の影響に関係なく、液晶表示装置の表示特性を
向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一実施例に係る液晶表示装置は、互いに対向する第１基板及び第２基板と、前
記第１基板及び第２基板の間に配置され液晶分子を含む液晶層と、前記第１基板上に形成
されゲート信号を伝達するゲート線と、前記第１基板上に形成され異なる極性の第１デー
タ電圧及び第２データ電圧をそれぞれ伝達する第１データ線及び第２データ線と、前記ゲ
ート線及び前記第１データ線に接続される第１スイッチング素子と、前記ゲート線及び前
記第２データ線に接続される第２スイッチング素子と、前記第１スイッチング素子及び第
２スイッチング素子に各々接続され、互いに分離されている第１画素電極及び第２画素電
極とを有し、前記液晶層に含まれる液晶分子は正の誘電率異方性を有することを特徴とす
る。
【００１１】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型であってもよい。また、前記液晶層に含ま
れる液晶分子は水平配向型であってもよい。
【００１２】
　前記第１基板上に形成され、反対極性の第３データ電圧及び第４データ電圧をそれぞれ
伝達する第３データ線及び第４データ線と、前記ゲート線及び前記第３データ線に接続さ
れる第３スイッチング素子と、前記ゲート線及び前記第４データ線に接続される第４スイ
ッチング素子と、前記第３スイッチング素子に接続される第３画素電極と、前記第３画素
電極と分離されており、前記第４スイッチング素子に接続される第４画素電極をさらに有
してもよい。
【００１３】
　前記第１基板上に形成され、第３データ電圧を伝達する第３データ線と、前記ゲート線
及び前記第２データ線に接続される第３スイッチング素子と、前記ゲート線及び前記第３
データ線に接続される第４スイッチング素子と、前記第３スイッチング素子に接続される
第３画素電極と、前記第３画素電極と分離されており、前記第４スイッチング素子に接続
される第４画素電極とをさらに有し、前記第２データ電圧と前記第３データ電圧の極性が
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互いに異なる構成とすることができる。
【００１４】
　前記第１データ電圧及び第２データ電圧の極性は、フレーム毎に周期的に変更されるよ
うに構成できる。
【００１５】
　前記第１画素電極及び第２画素電極は同一層に形成することができる。また、前記第１
画素電極及び第２画素電極はそれぞれ異なる層に形成することも可能である。
【００１６】
　前記第１基板上に形成されて共通電圧が印加される共通電極をさらに有し、前記第２基
板上に形成されて共通電圧が印加される共通電極をさらに有する構成とすることができる
。
【００１７】
　前記第１画素電極及び第２画素電極は複数の枝電極を含み、前記第１画素電極の枝電極
と前記第２画素電極の枝電極は交互に配置されるように構成できる。
【００１８】
　隣接する前記第１画素電極の枝電極と前記第２画素電極の枝電極との間の距離は、位置
によって同じであってもよい。また、隣接する前記第１画素電極の枝電極と前記第２画素
電極の枝電極との間の距離は位置によって異なるように構成できる。
【００１９】
　前記第１画素電極及び第２画素電極の枝電極は１または複数回折曲された形状とするこ
とができる。
【００２０】
　前記第１画素電極及び第２画素電極の複数の枝電極は、前記ゲート線に対して斜めに形
成することができる。
【００２１】
　前記第１データ線及び第２データ線は１または複数回折曲された形状とすることができ
る。
【００２２】
　前記第１基板上に形成される維持電極線をさらに含み、前記第１スイッチング素子は、
前記第１画素電極に接続される第１ドレイン電極を含み、前記第２スイッチング素子は、
前記第２画素電極に接続される第２ドレイン電極を含み、前記第１画素電極、前記第２画
素電極、前記第１ドレイン電極、及び前記第２ドレイン電極のうちの少なくともいずれか
１つが前記維持電極線とオーバーラップ（重畳）することを特徴とする液晶表示装置を構
成できる。
【００２３】
　また、前記第１画素電極や前記第１画素電極に接続される電極が前記第２画素電極とオ
ーバーラップ（重畳）するように構成できる。
【００２４】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、互いに対向する第１基板及び第２基板と、
前記第１基板及び第２基板の間に配置され液晶分子を含む液晶層と、前記第１基板上に形
成されてゲート信号を伝達するゲート線と、前記第１基板上に形成されてそれぞれ異なる
第１データ電圧及び第２データ電圧を伝達する第１データ線及び第２データ線と、前記ゲ
ート線及び前記第１データ線に接続される第１スイッチング素子及び第２スイッチング素
子と、前記ゲート線及び前記第２データ線に接続される第３スイッチング素子及び第４ス
イッチング素子と、前記第１スイッチング素子、第２スイッチング素子、第３スイッチン
グ素子及び第４スイッチング素子に各々接続される第１画素電極、第２画素電極、第３画
素電極及び第４画素電極とを有し、前記液晶層に含まれる液晶分子は正の誘電率異方性を
有することを特徴とする。
【００２５】
　前記第１データ電圧と前記第２データ電圧の極性は、互いに反対極性であってもよい。
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【００２６】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００２７】
　前記第１基板上に形成されてそれぞれ異なる第３データ電圧及び第４データ電圧をそれ
ぞれ伝達する第３データ線及び第４データ線と、前記ゲート線及び前記第３データ線に接
続される第５スイッチング素子及び第６スイッチング素子と、前記第１ゲート線及び前記
第４データ線に接続される第７スイッチング素子及び第８スイッチング素子と、前記第５
スイッチング素子、第６スイッチング素子、第７スイッチング素子及び第８スイッチング
素子に各々接続される第５画素電極、第６画素電極、第７画素電極及び第８画素電極をさ
らに有するように構成できる。
【００２８】
　前記第１基板上に形成されて第３データ電圧を伝達する第３データ線と、前記ゲート線
及び前記第２データ線に接続される第５スイッチング素子及び第６スイッチング素子と、
前記ゲート線及び前記第３データ線に接続される第７スイッチング素子及び第８スイッチ
ング素子と、前記第５スイッチング素子、第６スイッチング素子、第７スイッチング素子
及び第８スイッチング素子に各々接続される第５画素電極、第６画素電極、第７画素電極
及び第８画素電極とをさらに有し、前記第２データ電圧と前記第３データ電圧は互いに異
なるように構成できる。
【００２９】
　前記第１スイッチング素子、第２スイッチング素子、第３スイッチング素子及び第４ス
イッチング素子は、各々第１ゲート電極、第２ゲート電極、第３ゲート電極及び第４ゲー
ト電極と、第１ドレイン電極、第２ドレイン電極、第３ドレイン電極及び第４ドレイン電
極を含み、前記第１ドレイン電極、第２ドレイン電極、第３ドレイン電極及び第４ドレイ
ン電極は、各々前記第１画素電極、第２画素電極、第３画素電極及び第４画素電極に接続
されており、前記第１ゲート電極と前記第１ドレイン電極がオーバーラップする面積を第
１面積、前記第２ゲート電極と前記第２ドレイン電極がオーバーラップする面積を第２面
積、前記第３ゲート電極と前記第３ドレイン電極がオーバーラップする面積を第３面積、
そして前記第４ゲート電極と前記第４ドレイン電極がオーバーラップする面積を第４面積
とする場合、前記第１～第４面積のうちの少なくとも１つは他と異なるように構成できる
。
【００３０】
　この場合、前記第１面積が前記第３面積より大きくなるように構成することができ、ま
た前記第４面積が前記第３面積より大きくなるように構成することもできる。
【００３１】
　前記第１～第４画素電極は、各々複数の枝電極を有し、前記第１画素電極の枝電極と前
記第３画素電極の枝電極を交互に配置し、前記第２画素電極の枝電極と前記第４画素電極
の枝電極を交互に配置することもできる。
【００３２】
　前記第１～第４画素電極の枝電極は、前記ゲート線に対して斜めに形成することもでき
る。
【００３３】
　前記第１基板上に形成される維持電極線をさらに有する構成とすることができる。
【００３４】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、互いに対向する第１基板及び第２基板と、
前記第１基板及び第２基板の間に配置され液晶分子を含む液晶層と、前記第１基板上に形
成されてゲート信号を伝達するゲート線と、前記第１基板上に形成されてそれぞれ異なる
第１データ電圧、第２データ電圧、第３データ電圧及び第４データ電圧をそれぞれ伝達す
る第１データ線、第２データ線、第３データ線及び第４データ線と、前記ゲート線及び前
記第１データ線に接続される第１スイッチング素子と、前記ゲート線及び前記第２データ
線に接続される第２スイッチング素子と、前記ゲート線及び前記第３データ線に接続され
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る第３スイッチング素子と、前記ゲート線及び前記第４データ線に接続される第４スイッ
チング素子と、前記第１スイッチング素子、第２スイッチング素子、第３スイッチング素
子及び第４スイッチング素子に各々接続される第１副画素電極、第２副画素電極、第３副
画素電極及び第４副画素電極を有し、前記第１～第４副画素電極は１つの画像情報から得
たそれぞれ異なる電圧が印加され、前記液晶層に含まれる液晶分子は正の誘電率異方性を
有することを特徴とする。
【００３５】
　前記第１データ電圧と前記第２データ電圧の極性は互いに逆極性であり、前記第３デー
タ電圧と前記第４データ電圧の極性は互いに逆極性であってもよい。
【００３６】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００３７】
　前記第１基板上に形成される維持電極線をさらに有する構成とすることができる。
【００３８】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、互いに対向する第１基板及び第２基板と、
前記第１基板及び第２基板の間に配置され液晶分子を含む液晶層と、前記第１基板上に形
成される第１ゲート線及び第２ゲート線と、前記第１基板上に形成されてそれぞれ異なる
第１データ電圧及び第２データ電圧をそれぞれ伝達する第１データ線及び第２データ線と
、前記第１ゲート線及び前記第１データ線に接続される第１スイッチング素子と、前記第
１ゲート線及び前記第２データ線に接続される第２スイッチング素子と、前記第２ゲート
線及び前記第１データ線に接続される第３スイッチング素子と、前記第２ゲート線及び前
記第２データ線に接続される第４スイッチング素子と、前記第１スイッチング素子、第２
スイッチング素子、第３スイッチング素子及び第４スイッチング素子に各々接続される第
１副画素電極、第２副画素電極、第３副画素電極及び第４副画素電極とを含み、前記第１
～第４副画素電極は、１つの画像情報から得たそれぞれ異なる電圧が印加され、前記液晶
層に含まれる液晶分子は正の誘電率異方性を有することを特徴とする。
【００３９】
　前記第１データ電圧と前記第２データ電圧の極性は互いに逆極性であってもよい。
【００４０】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００４１】
　前記第１基板上に形成される維持電極線をさらに有する構成とすることができる。
【００４２】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、第１副画素及び第２副画素、結合キャパシ
タを含む画素、基板上に形成されてゲート信号を伝達するゲート線、前記基板上に形成さ
れてそれぞれ異なる第１データ電圧及び第２データ電圧を伝達する第１データ線及び第２
データ線を含み、前記第１副画素は、前記ゲート線及び前記第１データ線に接続される第
１スイッチング素子、前記ゲート線及び前記第２データ線に接続される第２スイッチング
素子、並びに前記第１スイッチング素子及び第２スイッチング素子に接続される第１液晶
キャパシタを含み、前記結合キャパシタは前記第１スイッチング素子に接続されており、
前記第２副画素は、前記第２スイッチング素子、前記結合キャパシタ及び前記第２スイッ
チング素子に接続される第２液晶キャパシタを有し、前記第１液晶キャパシタ及び第２液
晶キャパシタは、正の誘電率異方性を有する液晶分子を含む液晶層を挟持することを特徴
とする。
【００４３】
　前記第１データ電圧と前記第２データ電圧の極性は互いに逆極性であってもよい。
【００４４】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００４５】
　前記第１基板上に形成される維持電極線をさらに有する構成とすることができる。
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【００４６】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、第１副画素及び第２副画素、昇圧部を含む
複数の画素、基板上に形成されてゲート信号を伝達する第１ゲート線及び第２ゲート線、
及び、前記基板上に形成されてそれぞれ異なる第１データ電圧及び第２データ電圧を伝達
する第１データ線及び第２データ線を有し、前記第１副画素は、前記第１ゲート線及び前
記第１データ線に接続される第１スイッチング素子、前記第１ゲート線及び前記第２デー
タ線に接続される第２スイッチング素子、前記第１スイッチング素子及び第２スイッチン
グ素子に接続される第１液晶キャパシタを有し、前記第２副画素は、前記第１ゲート線及
び前記第１データ線に接続される第３スイッチング素子、前記第２スイッチング素子、前
記第２スイッチング素子及び第３スイッチング素子に接続される第２液晶キャパシタを有
し、前記昇圧部は、前記第１スイッチング素子に接続される昇圧キャパシタ、前記第１ゲ
ート線のゲート信号によって制御され、前記昇圧キャパシタ及び共通電圧の間に接続され
る第４スイッチング素子、前記第２ゲート線のゲート信号によって制御され、前記昇圧キ
ャパシタと前記第２液晶キャパシタの間に接続される第５スイッチング素子を有し、前記
第２ゲート線には、前記第１ゲート線より遅れてゲートオン電圧が印加され、前記第１液
晶キャパシタ及び第２液晶キャパシタは正の誘電率異方性を有する液晶分子を含む液晶層
を挟持することを特徴とする。
【００４７】
　前記第１データ電圧と前記第２データ電圧の極性は互いに逆極性であってもよい。
【００４８】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００４９】
　隣接する２つの画素を第１画素及び第２画素とする場合、前記第１画素の前記第２デー
タ線が伝達する前記第２データ電圧と、前記第２画素の前記第２データ線が伝達する前記
第２データ電圧とが同一であってもよい。
【００５０】
　前記第１副画素は、前記第１スイッチング素子に接続される第１ストレージキャパシタ
及び前記第２スイッチング素子に接続される第２ストレージキャパシタをさらに含み、前
記第２副画素は、前記第３スイッチング素子に接続される第３ストレージキャパシタ及び
前記第２ストレージキャパシタをさらに含む構成とすることもできる。
【００５１】
　前記第１副画素は、前記第１スイッチング素子及び第２スイッチング素子に接続される
第１ストレージキャパシタをさらに含み、前記第２副画素は前記第２スイッチング素子及
び第３スイッチング素子に接続される第２ストレージキャパシタをさらに含む構成とする
こともできる。
【００５２】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、互いに対向する第１基板及び第２基板と、
前記第１基板及び第２基板の間に配置され液晶分子を含む液晶層と、前記第１基板上に形
成されてゲート信号を伝達するゲート線と、前記第１基板上に形成されて各々第１データ
電圧、第２データ電圧及び第３データ電圧を伝達する第１データ線、第２データ線及び第
３データ線と、前記ゲート線及び前記第１データ線に接続される第１スイッチング素子と
、前記ゲート線及び前記第２データ線に接続される第２スイッチング素子と、前記ゲート
線及び前記第２データ線に接続される第３スイッチング素子と、前記ゲート線及び前記第
３データ線に接続される第４スイッチング素子と、及び、前記第１スイッチング素子、第
２スイッチング素子、第３スイッチング素子及び第４スイッチング素子に各々接続される
第１画素電極、第２画素電極、第３画素電極及び第４画素電極を有することを特徴とする
。
【００５３】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は正の誘電率異方性を有してもよい。
【００５４】
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　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００５５】
　前記第２データ電圧は、第１レベル及び第２レベルに一定の周期で変動するように構成
できる。
【００５６】
　前記第１レベルは、前記液晶表示装置が利用できる最高電圧であり、前記第２レベルは
、前記液晶表示装置が利用できる最低電圧とすることができる。
【００５７】
　前記周期は１フレームに対応するように構成できる。
【００５８】
　前記第１～第３データ線は同一層に形成することができる。
【００５９】
　前記第２データ線は前記ゲート線と同一層に形成することができる。
【００６０】
　前記第１基板上に形成される維持電極線をさらに有する構成とすることができる。
【００６１】
　前記第１画素電極及び第２画素電極は複数の枝電極を含み、前記第１画素電極の枝電極
と前記第２画素電極の枝電極は交互に配置することができる。
【００６２】
　隣接する前記第１画素電極の枝電極と前記第２画素電極の枝電極の間の距離は位置によ
って異なるように構成できる。
【００６３】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、第１副画素及び第２副画素を含む画素、基
板上に形成されるゲート線、前記基板上に形成される第１データ線、第２データ線及び第
３データ線を有し、前記第１副画素は、前記ゲート線及び前記第１データ線に接続される
第１スイッチング素子、前記ゲート線及び前記第２データ線に接続される第２スイッチン
グ素子、前記第１スイッチング素子及び第２スイッチング素子に接続される液晶キャパシ
タを有し、前記第２副画素は、前記ゲート線及び前記第２データ線に接続される第３スイ
ッチング素子、前記ゲート線及び前記第３データ線に接続される第４スイッチング素子、
前記第３スイッチング素子及び第４スイッチング素子に接続される液晶キャパシタを有し
、前記第１副画素と前記第２副画素は、１つの画像情報から得られたそれぞれ異なるデー
タ電圧が印加されることを特徴とする。
【００６４】
　前記液晶キャパシタは正の誘電率異方性を有する液晶分子を含む液晶層を挟持するよう
に構成できる。
【００６５】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００６６】
　前記第２データ線に印加される電圧は、第１レベル及び第２レベルに一定の周期で変動
するように構成できる。
【００６７】
　前記第１～第３データ線は同一層に形成することができる。
【００６８】
　前記第２データ線は前記ゲート線と同一層に形成することができる。
【００６９】
　前記基板上に形成される維持電極線をさらに有する構成とすることができる。
【００７０】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、マトリクス状に配列されて、第１副画素及
び第２副画素を含む複数の画素と、基板上に形成される複数の第１ゲート線及び第２ゲー
ト線と、前記基板上に形成される複数の第１データ線及び第２データ線とを有し、前記第
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１副画素は、前記第１ゲート線及び前記第１データ線に接続される第１スイッチング素子
、前記第１ゲート線及び前記第２データ線に接続される第２スイッチング素子、前記第１
スイッチング素子及び第２スイッチング素子に接続される第１液晶キャパシタを含み、前
記第２副画素は、前記第２ゲート線及び前記第１データ線に接続される第３スイッチング
素子、前記第２ゲート線及び前記第２データ線に接続される第４スイッチング素子、前記
第３スイッチング素子及び第４スイッチング素子に接続される第２液晶キャパシタを含み
、前記第１副画素及び前記第２副画素には、１つの画像情報から得られたそれぞれ異なる
データ電圧が印加されることを特徴とする。
【００７１】
　前記液晶キャパシタは正の誘電率異方性を有する液晶分子を含む液晶層を挟持する構成
とすることができる。
【００７２】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００７３】
　前記第２データ線に印加される電圧は、第１レベル及び第２レベルに一定の周期で変動
するように構成できる。
【００７４】
　前記第２データ線は、前記第１ゲート線及び第２ゲート線と同一層に形成することがで
きる。
【００７５】
　前記基板上に形成される複数の第３データ線をさらに有し、前記複数の画素のうち隣接
する２つの画素を第１画素及び第２画素とする場合、前記第２画素の第１副画素は、前記
第１ゲート線及び前記第３データ線に接続される第５スイッチング素子、前記第１ゲート
線及び前記第２データ線に接続される第６スイッチング素子、前記第５スイッチング素子
及び第６スイッチング素子に接続される第３液晶キャパシタを含み、前記第２画素の第２
副画素は、前記第２ゲート線及び前記第３データ線に接続される第７スイッチング素子、
前記第２ゲート線及び前記第２データ線に接続される第８スイッチング素子、前記第７ス
イッチング素子及び第８スイッチング素子に接続される第４液晶キャパシタを含み、前記
第２画素の前記第１副画素及び第２副画素には、１つの画像情報から得られたそれぞれ異
なるデータ電圧が印加されることを特徴とする。
【００７６】
　前記基板上に形成される維持電極線をさらに有する構成とすることができる。
【００７７】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、結合キャパシタ、第１副画素及び第２副画
素を各々含んで隣接する第１画素及び第２画素と、基板上に形成されるゲート線と、前記
基板上に形成される第１データ線、第２データ線及び第３データ線とを有し、前記第１画
素の第１副画素は、前記第１ゲート線及び前記第１データ線に接続される第１スイッチン
グ素子、前記第１ゲート線及び前記第２データ線に接続される第２スイッチング素子、前
記第１スイッチング素子及び第２スイッチング素子に接続される第１液晶キャパシタを含
み、前記第１画素の結合キャパシタは、前記第１スイッチング素子に接続されており、前
記第１画素の第２副画素は、前記第２スイッチング素子、前記結合キャパシタ及び前記第
２スイッチング素子の間に接続される第２液晶キャパシタを含み、前記第２画素の第１副
画素は、前記第１ゲート線及び前記第２データ線に接続される第３スイッチング素子、前
記第１ゲート線及び前記第３データ線に接続される第４スイッチング素子、前記第３スイ
ッチング素子及び第４スイッチング素子に接続される第３液晶キャパシタを含み、前記第
２画素の結合キャパシタは、前記第４スイッチング素子に接続されており、前記第２画素
の第２副画素は、前記第３スイッチング素子、及び、前記結合キャパシタ及び前記第３ス
イッチング素子の間に接続される第４液晶キャパシタを含むことを特徴とする。
【００７８】
　前記第１～第４液晶キャパシタは正の誘電率異方性を有する液晶分子を含む液晶層を挟
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持するように構成できる。
【００７９】
　前記液晶層に含まれる液晶分子は垂直配向型又は水平配向型であってもよい。
【００８０】
　前記第２データ線に印加される電圧は、第１レベル及び第２レベルに一定の周期で変動
するように構成できる。
【００８１】
　前記第１～第３データ線は同一層に形成することができる。
【００８２】
　前記第２データ線は前記ゲート線と同一層に形成することができる。
【００８３】
　本発明の他の実施例に係る液晶表示装置は、マトリクス状配列されている複数の画素と
、基板上に形成されてゲート信号を伝達する複数のゲート線と、前記基板上に形成されて
第１データ電圧及び第２データ電圧を伝達する複数の第１データ線及び第２データ線とを
有し、前記画素は、前記ゲート線及び前記第１データ線に接続される第１スイッチング素
子、前記ゲート線及び前記第２データ線に接続される第２スイッチング素子、前記第１ス
イッチング素子及び第２スイッチング素子に接続される液晶キャパシタを含み、前記液晶
キャパシタは、第１画素電極、第２画素電極、前記第１画素電極及び第２画素電極の間に
位置し、正の誘電率異方性を有する液晶分子を含む液晶層を含み、前記液晶層に含まれる
液晶分子は垂直配向型であり、前記各画素は、１つ以上のフレーム期間において画像を表
示した後、低階調の画像を少なくとも１フレーム間表示することを特徴とする。
【００８４】
　前記複数の画素は、同一フレーム期間において低階調の画像を表示することができる。
【００８５】
　前記低階調の画像は１フレーム期間に表示することができる。
【００８６】
　前記複数の画素のうちの少なくとも１つの画素行又は少なくとも１つの画素列は同一フ
レーム期間において低階調の画像を表示し、その他の画素は前記同一フレーム期間におい
て前記画像を表示することができる。
【００８７】
　隣接する２つの画素行又は隣接する２つの画素列は、連続する２フレーム期間において
順次に低階調の画像を表示することができる。
【００８８】
　前記低階調の画像を表示する少なくとも１つの画素行は、同一フレーム期間において同
時に低階調の画像を表示することができる。
【００８９】
　前記低階調のデータ電圧は、前記画像のデータ電圧の２／３以下であってもよい。
【発明の効果】
【００９０】
　本発明によれば、データ駆動部等を変更しなくても液晶表示装置が利用できる画素電圧
範囲を増加させて、透過率を向上させることができる。また駆動部の製造費用を節減し、
表示板の開口率を向上させることができる。
【００９１】
　また本発明の一実施例によれば、液晶表示装置の高いコントラスト比と広視野角を同時
に確保し、液晶分子の応答速度を高めることができる。
【００９２】
　また液晶表示装置外部からの圧力等の影響に関係なく、好適な表示特性を得ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
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【図１】本発明の一実施例に係る液晶表示装置のブロック図である。
【図２】本発明の一実施例に係る液晶表示装置の構造とともに１つの画素を示す等価回路
図である。
【図３】本発明の一実施例に係る液晶表示装置の１つの画素の等価回路図である。
【図４】本発明の一実施例に係る液晶表示装置の断面図である。
【図５】本発明の一実施例に係る液晶表示装置のデータ線に印加される電圧と画素を示す
図である。
【図６】本発明の一実施例に係る液晶表示装置の画素電極とテクスチャ部分を示す図であ
る。
【図７】本発明の一実施例に係る液晶表示装置の断面図である。
【図８】本発明の一実施例に係る液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
【図９】本発明の一実施例に係る駆動方法を示す図である。
【図１０】本発明の他の実施例に係る駆動方法を示す図である。
【図１１】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図１２】図１１の液晶表示板組立体のＸＩＩ－ＸＩＩ線による断面図である。
【図１３】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す
等価回路図である。
【図１４】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す
等価回路図である。
【図１５】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図１６】図１５の液晶表示板組立体のＸＶＩ－ＸＶＩ線に沿った断面図である。
【図１７】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す等
価回路図である。
【図１８】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図１９】図１８の液晶表示板組立体のＸＩＸ－ＸＩＸ線による断面図である。
【図２０】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す等
価回路図である。
【図２１】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図２２】図２１の液晶表示板組立体のＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線による断面図である。
【図２３】各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図２４】各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図２５】各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図２６】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す等
価回路図である。
【図２７】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【図２８Ａ】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図２８Ｂ】図２８Ａの液晶表示板組立体のスイッチング素子を拡大した配置図である。
【図２９】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【図３０】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【図３１】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【図３２】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【図３３】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【図３４】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
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【図３５】本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【図３６】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【図３７】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図である
。
【図３８】本発明の一実施例に係る液晶表示装置において液晶表示装置が利用できる最低
電圧が０Ｖ、最高電圧は１４Ｖであり、共通電圧（Ｖｃｏｍ）が７Ｖである場合、各々連
続する２フレームにおいて隣接する４つの画素の液晶キャパシタの充電電圧と各データ線
に印加される電圧を示す図である。
【図３９】本発明の一実施例に係る液晶表示装置において液晶表示装置が利用できる最低
電圧が０Ｖ、最高電圧は１４Ｖであり、共通電圧（Ｖｃｏｍ）が７Ｖである場合、各々連
続する２フレームにおいて隣接する４つの画素の液晶キャパシタの充電電圧と各データ線
に印加される電圧を示す図である。
【図４０】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図である
。
【図４１】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図である
。
【図４２】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図である
。
【図４３】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図である
。
【図４４】各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ

+１）に対する配置図である。
【図４５】各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ

+１）に対する配置図である。
【図４６】各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ

+１）に対する配置図である。
【図４７】各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ

+１）に対する配置図である。
【図４８】本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す
等価回路図である。
【図４９】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図
である。
【図５０】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図
である。
【図５１】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図
である。
【図５２】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図で
ある。
【図５３】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図で
ある。
【図５４】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図で
ある。
【図５５】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図で
ある。
【図５６】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図で
ある。
【図５７】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図で
ある。
【図５８】各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図で
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ある。
【発明を実施するための形態】
【００９４】
　以下、添付した図面を用いながら、本発明の実施形態を、本発明が属する技術分野にお
ける通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。しかし
、本発明は、多様な形態で実現することができ、ここで説明する実施形態に限定されない
。
【００９５】
　図面は、各種層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示している。明細書
全体を通じて類似した部分については同一の参照符号を付けている。層、膜、領域、板等
の部分が、他の部分の「上に」あるとするとき、これは他の部分の「すぐ上に」ある場合
に限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の「す
ぐ上に」あるとするとき、これは中間に他の部分がない場合を意味する。
【００９６】
　本発明の一実施例による液晶表示装置について添付図を参照して詳細に説明する。
【００９７】
　図１は本発明の一実施例に係る液晶表示装置のブロック図であり、図２は本発明の一実
施例に係る液晶表示装置の構造とともに１つの画素を示す等価回路図であり、図３は本発
明の一実施例に係る液晶表示装置の１つの画素の等価回路図である。
【００９８】
　図１を参照すると、本発明の一実施例に係る液晶表示装置は、液晶表示板組立体３００
、ゲート駆動部４００、データ駆動部５００、階調電圧生成部８００及び信号制御部６０
０を含む。
【００９９】
　図１及び図３を参照すると、液晶表示板組立体３００は等価回路的に複数の信号線（Ｇ

ｉ、Ｄｊ、Ｄｊ+１）と、これに接続されてほぼマトリクス状配列された複数の画素（ｐ
ｉｘｅｌ）（ＰＸ）を含む。これに対して、図２に示される構造において、液晶表示板組
立体３００は互いに対向する下部及び上部表示板（１００、２００）とその間に挟持され
た液晶層３を有する。
【０１００】
　信号線（Ｇｉ、Ｄｊ、Ｄｊ+１）はゲート信号（走査信号とも言う）を伝達する複数の
ゲート線（Ｇｉ）とデータ電圧を伝達する複数対のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を含む。
ゲート線（Ｇｉ）はほぼ行方向に延長されて互いにほぼ平行であり、データ線（Ｄｊ、Ｄ

ｊ+１）はほぼ列方向に延長されて互いにほぼ平行である。
【０１０１】
　各画素（ＰＸ）、例えば、ｉ番目（ｉ＝１、２、…、ｎ）ゲート線（Ｇｉ）とｊ番目及
びｊ+１番目（ｊ＝１、２、…、ｍ）データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）に接続される画素（ＰＸ
）は、信号線（Ｇｉ、Ｄｊ、Ｄｊ+１）に接続される第１及び第２スイッチング素子（Ｑ
ａ、Ｑｂ）とこれに接続される液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）及び第１及び第２ストレージキ
ャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｑｓｔｂ）を含む。第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ
、Ｃｓｔｂ）は必要に応じて省略することができる。
【０１０２】
　第１／第２スイッチング素子（Ｑａ／Ｑｂ）は、下部表示板１００に設けられた薄膜ト
ランジスタ等の三端子素子とすることができ、その制御端子はゲート線（Ｇｉ）に接続さ
れており、入力端子はデータ線（Ｄｊ／Ｄｊ+１）に接続されており、出力端子は液晶キ
ャパシタ（Ｃｌｃ）及び第１／第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ／Ｃｓｔｂ）に接続
されている。
【０１０３】
　図２及び図３を参照すると、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）は、下部表示板１００の第１画
素電極（ＰＥａ）と第２画素電極（ＰＥｂ）を２端子とし、第１及び第２画素電極（ＰＥ
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ａ、ＰＥｂ）の間の液晶層３は誘電体として機能する。第１画素電極（ＰＥａ）は第１ス
イッチング素子（Ｑａ）に接続され、第２画素電極（ＰＥｂ）は第２スイッチング素子（
Ｑｂ）に接続される。図２の構成と異なり、第２画素電極（ＰＥｂ）を上部表示板２００
に設けることも可能であり、この場合、第２画素電極（ＰＥｂ）はスイッチング素子に接
続されずに別途の共通電圧（Ｖｃｏｍ）が印加される。液晶層３は誘電率異方性を有し、
液晶層３の液晶分子は電場のない状態でその長軸が２つの表示板の表面に対して垂直をな
すように配向される。
【０１０４】
　第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）を含む画素電極（ＰＥ）及び共通電極（ＣＥ
）はそれぞれ異なる層に形成されるか、同じ層に形成されている。液晶キャパシタ（Ｃｌ
ｃ）の補助的な役割を果たす第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）
は、下部表示板１００に設けられた別途の電極（図示せず）が第１及び第２画素電極（Ｐ
Ｅａ、ＰＥｂ）の各々と絶縁体を介在してオーバーラップして形成される。
【０１０５】
　一方、色表示を実現するために各画素（ＰＸ）が基本色（ｐｒｉｍａｒｙ ｃｏｌｏｒ
）のうちの１つを固有に表示する空間分割方式、各画素（ＰＸ）が時間によって交互に基
本色を表示する時間分割方式により、これら基本色の空間的、時間的作用で所望の色が認
識されるようにする。基本色の例としては赤色、緑色、青色などの三原色がある。図２は
空間分割の一例であって、各画素（ＰＸ）が第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）に
対応する上部表示板２００の領域に基本色のうちの１つを表示するカラーフィルタ（ＣＦ
）を備えている。図２の構成とは異なり、カラーフィルタ（ＣＦ）を下部表示板１００の
第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）の上又は下に形成することも可能である。
【０１０６】
　液晶表示板組立体３００には少なくとも１つの偏光子（図示せず）が取り付けられてい
る。
【０１０７】
　再び図１を参照すると、階調電圧生成部８００は、画素（ＰＸ）の透過率に係る全体階
調電圧又は限定数の階調電圧（以下、基準階調電圧という）を生成する。（基準）階調電
圧は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対して正の値を有するものと、負の値を有するものを含む
。
【０１０８】
　ゲート駆動部４００は、液晶表示板組立体３００のゲート線に接続されてゲートオン電
圧（Ｖｏｎ）とゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）の組み合わせからなるゲート信号をゲート線
に印加する。
【０１０９】
　データ駆動部５００は、液晶表示板組立体３００のデータ線に接続されており、階調電
圧生成部８００からの階調電圧を選択し、これをデータ電圧としてデータ線に印加する。
階調電圧生成部８００が階調電圧を全て提供するのではなく、限定数の基準階調電圧のみ
を提供する場合には、データ駆動部５００は基準階調電圧を分圧して所望のデータ電圧を
生成するように構成できる。
【０１１０】
　信号制御部６００は、ゲート駆動部４００及びデータ駆動部５００等を制御する。
【０１１１】
　このような駆動装置（４００、５００、６００、８００）の各々は、少なくとも１つの
集積回路チップの形態で液晶表示板組立体３００上に直接装着するか、フレキシブルプリ
ント回路フィルム（図示せず）の上に装着してＴＣＰ（ｔａｐｅ ｃａｒｒｉｅｒ ｐａｃ
ｋａｇｅ）の形態で液晶表示板組立体３００に取り付けるか、別途の印刷回路基板（図示
せず）の上に取り付けることもできる。また、これら駆動装置（４００、５００、６００
、８００）は、信号線及び薄膜トランジスタスイッチング素子等とともに液晶表示板組立
体３００に集積することもできる。さらに、駆動装置（４００、５００、６００、８００
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）は単一チップで集積することもでき、この場合、これらの少なくとも１つ又はこれらを
構成する少なくとも１つの回路素子は単一チップの外側に位置してもよい。
【０１１２】
　次に、図４及び図５、図１～図３を参照して、本発明の一実施例に係る液晶表示装置の
駆動方法の一例を詳細に説明する。
【０１１３】
　図４は本発明の一実施例に係る液晶表示装置の断面図であり、図５は本発明の一実施例
に係る液晶表示装置のデータ線に印加される電圧と画素を示す図である。
【０１１４】
　まず、図１を参照すると、信号制御部６００は、外部のグラフィック制御部（図示せず
）から入力画像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）及びその表示を制御する入力制御信号を受信する。入
力画像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）は、各画素（ＰＸ）の輝度（ｌｕｍｉｎａｎｃｅ）情報を有し
ており、輝度は決められた数、例えば、１０２４（＝２１０）、２５６（＝２８）又は６
４（＝２６）個の階調（ｇｒａｙ）を有する。入力制御信号の例としては、垂直同期信号
（Ｖｓｙｎｃ）と水平同期信号（Ｈｓｙｎｃ）、メインクロック信号（ＭＣＬＫ）、デー
タイネーブル信号（ＤＥ）等がある。
【０１１５】
　信号制御部６００は、入力画像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）と入力制御信号に基づいて入力画像
信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を液晶表示板組立体３００の動作条件に合うように適宜処理し、ゲー
ト制御信号（ＣＯＮＴ１）及びデータ制御信号（ＣＯＮＴ２）等を生成した後、ゲート制
御信号（ＣＯＮＴ１）をゲート駆動部４００に送信し、データ制御信号（ＣＯＮＴ２）と
処理した画像信号（ＤＡＴ）をデータ駆動部５００に送信する。
【０１１６】
　信号制御部６００からのデータ制御信号（ＣＯＮＴ２）に従ってデータ駆動部５００は
１行の画素（ＰＸ）に対するデジタル画像信号（ＤＡＴ）を受信し、各デジタル画像信号
（ＤＡＴ）に対応する階調電圧を選択することによってデジタル画像信号（ＤＡＴ）をア
ナログデータ電圧に変換した後、これを当該データ線に印加する。
【０１１７】
　ゲート駆動部４００は、信号制御部６００からのゲート制御信号（ＣＯＮＴ１）に従っ
てゲートオン電圧（Ｖｏｎ）をゲート線（Ｇｉ）に印加し、このゲート線（Ｇｉ）に接続
された第１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）をターンオンさせる。するとデータ
線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）に印加されたデータ電圧がターンオンした第１及び第２スイッチン
グ素子（Ｑａ、Ｑｂ）を介して当該画素（ＰＸ）に印加される。即ち、第１画素電極（Ｐ
Ｅａ）には第１スイッチング素子（Ｑａ）を介して第１データ線（Ｄｊ）に流れるデータ
電圧が印加され、第２画素電極（ＰＥｂ）には第２スイッチング素子（Ｑｂ）を介して第
２データ線（Ｄｊ+１）に流れるデータ電圧が印加される。この場合、第１及び第２画素
電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）に印加されるデータ電圧は、画素（ＰＸ）が表示しようとする輝
度に対応するデータ電圧であり、共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対して各々極性が反対である。
【０１１８】
　このように第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）に印加された極性がそれぞれ異な
る２つのデータ電圧の差は、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）の充電電圧、つまり、画素電圧と
して現れる。液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）の両端に電位差が生じると、図４に示したように
、表示板（１００、２００）の表面に平行な電場が第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥ
ｂ）の間の液晶層３に生成される。液晶分子３１が正の誘電率異方性を有する場合、液晶
分子３１はその長軸が電場方向と平行するように傾き、その傾いた程度は画素電圧の大き
さによって異なる。このような液晶層３をＥＯＣ（ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ-ｉｎｄｕ
ｃｅｄ ｏｐｔｉｃａｌ ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ）モードという。また液晶分子３１ら
の傾斜程度に応じて液晶層３を通過する光の偏光の変化が変わる。このような偏光の変化
は、偏光子によって光透過率の変化として現れ、これによって画素（ＰＸ）は画像信号（
ＤＡＴ）の階調が示す輝度を表示する。
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【０１１９】
　１水平周期（１Ｈともいい、水平同期信号Ｈｓｙｎｃ及びデータイネーブル信号ＤＥの
一周期と同じである）を単位として、このような過程を繰り返すことによって、すべての
ゲート線に対して順次にゲートオン電圧（Ｖｏｎ）を印加し、すべての画素（ＰＸ）にデ
ータ電圧を印加して、１フレームの画像を表示する。
【０１２０】
　１フレームが終了すれば次のフレームが開始され、各画素（ＰＸ）に印加されるデータ
電圧の極性が直前フレームでの極性と逆になるようにデータ駆動部５００に印加される反
転信号（ＲＶＳ）の状態が制御される（フレーム反転）。この場合、１フレーム期間内で
も反転信号（ＲＶＳ）の特性に応じて１つのデータ線を介して流れるデータ電圧の極性が
周期的に変化するように構成することができ（例：行反転、ドット反転）、また１つの画
素行に印加されるデータ電圧の極性がそれぞれ異なるように構成することができる（例：
列反転、ドット反転）。
【０１２１】
　図５は本発明の一実施例に係る液晶表示装置において隣接する４つの画素の液晶キャパ
シタの充電電圧が１４Ｖ、１０Ｖ、５Ｖ及び１Ｖであり、液晶表示装置が利用できる最低
電圧は０Ｖ、最高電圧は１４Ｖである場合、各データ線に印加される電圧を表示した図で
ある。
【０１２２】
　図５を参照すると、各画素は２つのデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１／Ｄｊ+２、Ｄｊ+３／Ｄ

ｊ+４、Ｄｊ+５／Ｄｊ+６、Ｄｊ+７）に接続されている。１つの画素に接続された２つの
データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１／Ｄｊ+２、Ｄｊ+３／Ｄｊ+４、Ｄｊ+５／Ｄｊ+６、Ｄｊ+７）
には共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対してそれぞれ異なる極性を有するそれぞれ異なるデータ電
圧が印加され、２つのデータ電圧の差が各画素（ＰＸ）における画素電圧になる。例えば
、共通電圧（Ｖｃｏｍ）が７Ｖの場合、第１画素の目標画素電圧は１４Ｖであるので、第
１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）には各々１４Ｖ及び０Ｖが印加され、第２画素の
目標画素電圧は１０Ｖであるので、第３及び第４データ線（Ｄｊ+２、Ｄｊ+３）には各々
１２Ｖ及び２Ｖが印加され、第３画素の目標画素電圧は５Ｖであるので、第５及び第６デ
ータ線（Ｄｊ+４、Ｄｊ+５）には各々９．５Ｖ及び４．５Ｖが印加され、第４画素の目標
画素電圧は１Ｖであるので、第７及び第８のデータ線（Ｄｊ+６、Ｄｊ+７）には各々７．
５Ｖ及び６．５Ｖが印加される。
【０１２３】
　このように１画素（ＰＸ）に共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対する極性がそれぞれ異なる２つ
のデータ電圧を印加することによって駆動電圧を高め、液晶分子の応答速度を高くするこ
とができ、液晶表示装置の透過率を向上させることができる。また１画素（ＰＸ）に印加
される２つのデータ電圧の極性が互いに逆であるので、データ駆動部５００における反転
形態が列反転又は行反転である場合にも、ドット反転駆動と同様にフリッカー（ｆｌｉｃ
ｋｅｒ）による画質劣化を防止できる。
【０１２４】
　また１画素（ＰＸ）における第１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）がターンオ
フする場合、第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）に印加される電圧はいずれも各々
のキックバック電圧だけ下降するので、画素（ＰＸ）の充電電圧の変化が殆どない。これ
によって液晶表示装置の表示特性を向上させることができる。
【０１２５】
　さらに、表示板（１００、２００）に対して垂直配向する液晶分子３１を使用する場合
、液晶表示装置のコントラスト比を高くすることができ、広視野角を実現することができ
る。また正の誘電率異方性を有する液晶分子３１は、負の誘電率異方性を有する液晶分子
に比べて誘電率異方性が大きく、回転粘度が低くて、速い応答速度が得られ、液晶分子３
１の傾斜方向が電場の方向によって確実に定義されるため、外部の影響による液晶分子３
１の配列に乱れが生じても速やかに再整列して良好な表示特性を示すことができる。
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【０１２６】
　次に、図６～図１０、図１～図５を参照して、本発明の一実施例に係る液晶表示装置の
駆動方法の他の例を詳細に説明する。
【０１２７】
　図６は本発明の一実施例に係る液晶表示装置の画素電極とテクスチャ部分を示す図であ
り、図７は本発明の一実施例に係る液晶表示装置の断面図であり、図８は本発明の一実施
例に係る液晶表示装置の駆動方法の示す図であり、図９は本発明の一実施例に係る駆動方
法を示す図であり、図１０は本発明の他の実施例に係る駆動方法を示す図である。
【０１２８】
　まず図６及び図７を参照すると、本実施例による液晶表示板組立体も同様に、図２に示
す液晶表示板組立体のように、互いに対向する下部及び上部表示板（１００、２００）と
その間に挟持された液晶層３を含み、下部表示板１００には第１及び第２画素電極（１９
１ａ、１９１ｂ）を有する。
【０１２９】
　液晶層３の液晶分子３１らは電場のない状態でその長軸が２つの表示板（１００、２０
０）の表面に対して垂直をなすように配向されている。
【０１３０】
　第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）に共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対して極性が
それぞれ異なる２つのデータ電圧が印加されると、液晶層３の液晶分子３１は図７に示す
ように、表示板（１００、２００）と水平になるように傾く。しかし第１及び第２画素電
極（１９１ａ、１９１ｂ）から同一距離に位置する液晶分子３１は、ある一方に傾斜しな
い場合もあり、初期の垂直配向状態を維持して、図６及び図７に示すように、周りより輝
度の低いテキスチャ（Ａ）が２つの画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間に発生し得る。
【０１３１】
　図９を参照すると、本実施例による液晶表示装置の駆動方法は、上記図１～図５の液晶
表示装置の駆動方法と同様に、一定時間内に表示しようとするＮ個フレームの画像を表示
する（例えば、６０Ｈｚ駆動の場合、１秒に６０個フレームの画像が表示される）。Ｎ個
フレームの画像を表示した後に、図９に示すように、１フレームの低階調画像（Ｉｇ）を
さらに表示し、その後、表示しようとするＮ個フレームの画像を表示する。
【０１３２】
　液晶表示装置がホワイトのような高階調の輝度を表示する場合、図８に示すように、外
部から圧力が加わると２つの画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間のテキスチャ（Ａ）部
分の液晶分子３１が表示板（１００、２００）に水平に配列される。これは液晶表示装置
の透過率に寄与して、テキスチャ（Ａ）部分が黄色化（ｙｅｌｌｏｗｉｓｈ）したしみ（
ｓｔａｉｎまたはｂｒｕｉｓｉｎｇ）として視認される。このようなしみは、外部からの
圧力が除去されても液晶層３の強い電場によって液晶分子３１が横になった状態を維持し
、時間が経っても消えないこともある。
【０１３３】
　本実施例のように、一定数のフレームの画像を表示した後、低階調の１フレームの画像
（Ｉｇ）を表示すると、テキスチャ（Ａ）部分で強い電場によって表示板（１００、２０
０）に水平に配列された液晶分子３１が、外部からの影響が消えると、再び表示板（１０
０、２００）に垂直に復帰されて、図８に示すように、しみが無くなり本来のホワイトを
表示する。この場合、低階調画像（Ｉｇ）の階調は、外部からの圧力等の影響が消えた後
、高階調の画像におけるしみが消えるような階調、或いはそれ以下の階調であって、高階
調に対するデータ電圧の２／３以下のデータ電圧に相当する階調とすることができる。
【０１３４】
　なお、他の実施例においては、追加される低階調フレームの画像（Ｉｇ）の数は１つ以
上であってもよい。
【０１３５】
　次に、図１０を参照して、本発明の他の実施例に係る液晶表示装置の駆動方法について
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説明する。
【０１３６】
　図１０を参照すると、毎フレームの画像で１つの行又は複数行の画素が低階調を表示し
、低階調の１つの行又は複数の行は、液晶表示装置がｎ個フレームの画像を表示する間、
表示画面の一端から他端までスクロールしながら移動する。この場合、低階調の行又は複
数の行の階調も同様に、外部からの圧力等の影響が消えた後、高階調の画像におけるしみ
が無くなるような階調、或いはそれ以下の階調であって、高階調に対するデータ電圧の２
／３以下のデータ電圧に相当する階調とすることができる。
【０１３７】
　図１０の構成とは異なって、低階調の行は表示画面の下側から上側、左側から右側、或
いは右側から左側にスクロールするように構成できる。
【０１３８】
　本実施例のように、毎フレームに外部から視認され難い低階調の行又は複数の行を追加
して表示画面でスクロールすることによって、外部圧力等の影響によって横になった液晶
分子３１を強い電場から解放し、外部の圧力が無くなった後に元の状態に復帰させること
ができる。これによって黄色化等の表示不良を除去することができる。
【０１３９】
　上記のように、垂直配向された液晶分子３１を含む液晶表示装置で高階調の画像を表示
する場合、低階調の画像又は行を追加することにより、外部からの圧力等の影響によって
表示板（１００、２００）に水平に配列され、外部の影響が消えても強い電場のため横に
なっている液晶分子３１を元に復帰させることができる。
【０１４０】
　次に、図１１及び図１２を参照して上記液晶表示板組立体の一例について詳細に説明す
る。
【０１４１】
　図１１は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図であり、図１２は図１１の
液晶表示板組立体のＸＩＩ-ＸＩＩ線による断面図である。
【０１４２】
　図１１及び図１２を参照すると、本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体は、互いに
対向する下部表示板１００と上部表示板２００及びこれら２つの表示板（１００、２００
）の間に挟持された液晶層３を有する。
【０１４３】
　まず、下部表示板１００について説明する。絶縁基板１１０の上に複数のゲート線１２
１と複数の維持電極線１３１を有する複数のゲート導電体が形成されている。ゲート線１
２１はゲート信号を伝達し、主に図の横方向に延長され、各ゲート線１２１は上部に突出
した複数対の第１及び第２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ）を有する。
【０１４４】
　維持電極線１３１は、共通電圧（Ｖｃｏｍ）等の所定電圧が印加され、主に図の横方向
に延長されている。各維持電極線１３１は、隣接する２つのゲート線１２１の間に位置し
、上側のゲート線１２１との距離より下側のゲート線１２１との距離がより近い。各維持
電極線１３１は、図の上下方向に長く延長された複数対の第１及び第２維持電極（１３３
ａ、１３３ｂ）と広い面積の維持拡張部１３７を有する。第１及び第２維持電極（１３３
ａ、１３３ｂ）は、下側ゲート線１２１の第１及び第２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ
）付近から上側のゲート線１２１付近まで棒状に形成されている。維持拡張部１３７は、
下側の２つ角部が切られたほぼ長方形であり、第１及び第２維持電極（１３３ａ、１３３
ｂ）の下端を互いに連結している。このような維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）及び維持
拡張部１３７をはじめとする維持電極線１３１の形状及び配置は、図示したものに限定さ
れるものではなく適宜変更することが可能である。
【０１４５】
　ゲート導電体（１２１、１３１）は単一膜や多重膜構造を有する。ゲート導電体（１２
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１、１３１）の上には窒化シリコン（ＳｉＮｘ）又は酸化シリコン（ＳｉＯｘ）等からな
るゲート絶縁膜１４０が形成されている。
【０１４６】
　ゲート絶縁膜１４０の上には水素化非晶質又は多結晶シリコン等からなる複数対の第１
及び第２島状半導体（１５４ａ、１５４ｂ）が形成されている。第１及び第２半導体（１
５４ａ、１５４ｂ）は、各々第１及び第２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ）の上に位置
している。
【０１４７】
　第１半導体１５４ａの上には一対の島状オーミックコンタクト部材（１６３ａ、１６５
ａ）が形成されており、第２半導体１５４ｂの上にも一対の島状オーミックコンタクト部
材（図示せず）が形成されている。オーミックコンタクト部材（１６３ａ、１６５ａ）は
リン等のｎ型不純物が高濃度にドーピングされているｎ＋水素化非晶質シリコン等の物質
からなるシリサイド（ｓｉｌｉｃｉｄｅ）で形成される。
【０１４８】
　オーミックコンタクト部材（１６３ａ、１６５ａ）及びゲート絶縁膜１４０の上には複
数対の第１及び第２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）と複数対の第１及び第２ドレイン電
極（１７５ａ、１７５ｂ）を含むデータ導電体が形成されている。
【０１４９】
　第１及び第２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）はデータ信号を伝達し、主に図の縦方向
に延長され、ゲート線１２１及び維持電極線１３１と交差する。第１及び第２データ線（
１７１ａ、１７１ｂ）は、第１及び第２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ）に向かってＵ
字状に折曲された複数対の第１及び第２ソース電極（１７３ａ、１７３ｂ）を有する。
【０１５０】
　第１／第２ドレイン電極（１７５ａ／１７５ｂ）は、棒状の一端部と広い面積の第１／
第２拡張部（１７７ａ／１７７ｂ）を有する。第１／第２ドレイン電極（１７５ａ／１７
５ｂ）の棒状の一端部は、第１／第２ゲート電極（１２４ａ／１２４ｂ）を中心に第１／
第２ソース電極（１７３ａ／１７３ｂ）と対向し、曲がっている第１／第２ソース電極（
１７３ａ／１７３ｂ）で一部覆われている。第１及び第２拡張部（１７７ａ、１７７ｂ）
の外部輪郭線は、下層の維持拡張部１３７の外部輪郭線とほぼ類似している。第１拡張部
１７７ａは維持拡張部１３７の左側半分とオーバーラップし、第２拡張部１７７ｂは維持
拡張部１３７の右側半分とオーバーラップしている。
【０１５１】
　第１／第２ゲート電極（１２４ａ／１２４ｂ）、第１／第２ソース電極（１７３ａ／１
７３ｂ）及び第１／第２ドレイン電極（１７５ａ／１７５ｂ）は、第１／第２半導体（１
５４ａ、１５４ｂ）とともに第１／第２薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）（Ｑａ／Ｑｂ）を構
成し、第１／第２薄膜トランジスタ（Ｑａ／Ｑｂ）のチャンネルは、第１／第２ソース電
極（１７３ａ／１７３ｂ）と第１／第２ドレイン電極（１７５ａ／１７５ｂ）の間の第１
／第２半導体（１５４ａ／１５４ｂ）に形成される。
【０１５２】
　データ導電体（１７１ａ、１７１ｂ、１７５ａ、１７５ｂ）は単一膜や多重膜構造を有
する。
【０１５３】
　オーミックコンタクト部材（１６３ａ、１６５ａ）は、その下記の半導体（１５４ａ、
１５４ｂ）とその上のデータ導電体（１７１ａ、１７１ｂ、１７５ａ、１７５ｂ）の間に
のみ存在して、これらの間の接触抵抗を低下させる。半導体（１５４ａ、１５４ｂ）には
ソース電極（１７３ａ、１７３ｂ）とドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）の間をはじめ
として、データ導電体（１７１ａ、１７１ｂ、１７５ａ、１７５ｂ）で覆われずに露出し
ている部分がある。
【０１５４】
　データ導電体（１７１ａ、１７１ｂ、１７５ａ、１７５ｂ）及び露出した半導体（１５
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４ａ、１５４ｂ）部分の上には無機絶縁物又は有機絶縁物等からなる保護膜１８０が形成
されている。
【０１５５】
　保護膜１８０には第１及び第２拡張部（１７７ａ、１７７ｂ）を露出させる複数のコン
タクトホール（接触孔）（１８５ａ、１８５ｂ）が形成されている。保護膜１８０の上に
はＩＴＯ（ｉｎｄｉｕｍ ｔｉｎ ｏｘｉｄｅ）又はＩＺＯ（ｉｎｄｉｕｍ ｚｉｎｃ ｏｘ
ｉｄｅ）等の透明な導電物質やアルミニウム、銀、クロム又はその合金等の反射性金属か
らなる複数対の第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）を含む複数の画素電極１９
１が形成されている。
【０１５６】
　図１１に示すように、１つの画素電極１９１の全体的外観は四角形状であり、第１及び
第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）は間隙９１を間において噛み合っている。第１及び
第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）は全体的に仮想の横中央線（ＣＬ）を境にして上下
対称をなし、上下２つの副領域に分けられる。
【０１５７】
　第１画素電極１９１ａは、下端の突出部、左側の縦幹部、縦幹部の中央部から図の右側
に延長された横幹部、さらに複数の枝部を有する。横中央線（ＣＬ）を基準に上部に位置
する枝部は、縦幹部又は横幹部から図の右側上方に斜めに延長され、下部に位置する枝部
は、縦幹部又は横幹部から図の右側下方に斜めに延長されている。枝部がゲート線１２１
又は横中央線（ＣＬ）となす角度は約４５度である。
【０１５８】
　第２画素電極１９１ｂは、下端の突出部、右側の縦幹部、上端及び下端の横幹部と複数
の枝部を含む。上端及び下端の横幹部は、各々縦幹部の上端及び下端から左側に横方向に
延長されている。横中央線（ＣＬ）を基準に上部に位置する枝部は、縦幹部又は上端の横
幹部から図の左側下方に斜めに延長され、下部に位置する枝部は、縦幹部又は下端の横幹
部から図の左側の上方に斜めに延長されている。第２画素電極１９１ｂの枝部もまた、ゲ
ート線１２１や横中央線（ＣＬ）となす角度が約４５度である。横中央線（ＣＬ）を中心
に上部及び下部の枝部は互いに直角をなす。
【０１５９】
　第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝部は、一定の間隔をおいて互いに噛
み合って交互に配置されて櫛状をなす。
【０１６０】
　第１／第２画素電極（１９１ａ／１９１ｂ）は、コンタクトホール（１８５ａ／１８５
ｂ）を介して、第１／第２ドレイン電極（１７５ａ／１７５ｂ）と物理的、電気的に接続
されており、第１／第２ドレイン電極（１７５ａ／１７５ｂ）からデータ電圧が印加され
る。第１及び第２副画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）は、その間の液晶層３部分と共に液
晶キャパシタ（Ｃｌｃ）を構成し、第１及び第２薄膜トランジスタ（Ｑａ、Ｑｂ）がター
ンオフした後も印加された電圧を維持する。
【０１６１】
　第１／第２副画素電極（１９１ａ／１９１ｂ）に接続された第１／第２ドレイン電極（
１７５ａ／１７５ｂ）の第１／第２拡張部（１７７ａ／１７７ｂ）は、ゲート絶縁膜１４
０を介在して維持拡張部１３７とオーバーラップし、第１／第２ストレージキャパシタ（
Ｃｓｔａ／Ｃｓｔｂ）を構成し、第１／第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ／Ｃｓｔｂ
）は液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）の電圧維持能力を強化する。
【０１６２】
　次に、上部表示板２００について説明する。
【０１６３】
　透明なガラス又はプラスチック等からなる絶縁基板２１０の上に遮光部材２２０が形成
されている。遮光部材２２０は、画素電極１９１間の光漏れを防止し、画素電極１９１と
対向する開口領域を設定する。
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【０１６４】
　基板２１０及び遮光部材２２０の上にはまた、複数のカラーフィルタ２３０が形成され
ている。カラーフィルタ２３０は、殆ど遮光部材２２０で覆われた領域内に設けられ、画
素電極１９１列に沿って長く延長されている。各カラーフィルタ２３０は、赤色、緑色及
び青色の三原色等、基本色のうちの１つを表示する。
【０１６５】
　カラーフィルタ２３０及び遮光部材２２０の上には蓋膜（ｏｖｅｒｃｏａｔ）２５０が
形成されている。蓋膜２５０は（有機）絶縁物で形成され、カラーフィルタ２３０が露出
するのを防止し、平坦面を提供する。蓋膜２５０は省略可能である。
【０１６６】
　表示板（１００、２００）の内側面には配向膜（１１、２１）が塗布されており、これ
らは垂直配向膜である。
【０１６７】
　表示板（１００、２００）の外側面には偏光子（図示せず）が設けられている。
【０１６８】
　下部表示板１００と上部表示板２００の間に挟持された液晶層３は、正の誘電率異方性
を有する液晶分子３１を含み、液晶分子３１は電場のない状態でその長軸が２つの表示板
（１００、２００）の表面に対して垂直に配向されている。
【０１６９】
　第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）に互いに極性が異なるデータ電圧を印加
すると、表示板（１００、２００）の表面に、ほぼ水平の電場（ｅｌｅｃｔｒｉｃ ｆｉ
ｅｌｄ）が生成される。これにより、初期に表示板（１００、２００）の表面に対して垂
直に配向されていた液晶層３の液晶分子が電場に応答してその長軸が電場の方向に水平な
方向に傾き、液晶分子が傾いた程度に応じて液晶層３の入射光の偏光変化の程度が変わる
。このような偏光の変化は、偏光子によって透過率の変化として現れ、これによって液晶
表示装置が画像を表示する。
【０１７０】
　このように、垂直配向された液晶分子３１を用いると、液晶表示装置のコントラスト比
を大きくすることができ、広視野角を実現することができる。また、１つの画素（ＰＸ）
に共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対する互いに極性の異なる２つのデータ電圧を印加することに
よって駆動電圧を高め、応答速度を高くすることができる。さらに、上記のように、キッ
クバック電圧の影響がなくなり、フリッカー現象等を防止できる。
【０１７１】
　以下、図１３を参照して本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体について説明する
。
【０１７２】
　図１３は本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す
等価回路図である。
【０１７３】
　図１３に示すように、本実施例による液晶表示板組立体も同様に、複数のゲート線（Ｇ

ｉ）、複数対のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を含む信号線とこれに接続される複数の画素
（ＰＸ）を有する。液晶表示装置は構造的には、互いに対向する下部及び上部表示板（１
００、２００）とその間に挟持された液晶層３を有する。
【０１７４】
　各画素（ＰＸ）は信号線（Ｇｉ、Ｄｊ、Ｄｊ+１）に接続された第１及び第２スイッチ
ング素子（Ｑａ、Ｑｂ）、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）とストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）
を含む。
【０１７５】
　本実施例では、図２及び図３に示される実施例と異なって、第１及び第２画素電極（Ｐ
Ｅａ、ＰＥｂ）が絶縁体を介在してオーバーラップして、１つのストレージキャパシタ（



(22) JP 2014-67052 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

Ｃｓｔ）を構成する。このように各画素（ＰＸ）に１つのストレージキャパシタ（Ｃｓｔ
）を形成すると、共通電圧（Ｖｃｏｍ）の伝達のための配線を別に形成しなくて済み、開
口率が向上する。
【０１７６】
　なお、第１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）、カ
ラーフィルタ（ＣＦ）、偏光子（図示せず）、並びにこのような液晶表示板組立体を含む
液晶表示装置の動作及び効果については、図１～図５と同様であるので詳細な説明は省略
する。
【０１７７】
　以下、図１４を参照して、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体について説明す
る。
【０１７８】
　図１４は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す等
価回路図である。
【０１７９】
　図１４に示すように、本実施例による液晶表示板組立体も同様に、複数のゲート線（Ｇ

ｉ）、複数対のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を含む信号線とこれに接続された複数の画素
（ＰＸ）を有する。液晶表示装置は構造的には、互いに対向する下部及び上部表示板（１
００、２００）とその間に挟持された液晶層３を有する。
【０１８０】
　各画素（ＰＸ）は、信号線（Ｇｉ、Ｄｊ、Ｄｊ+１）に接続された第１及び第２スイッ
チング素子（Ｑａ、Ｑｂ）、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）と第１及び第２ストレージキャパ
シタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を含む。
【０１８１】
　第１／第２スイッチング素子（Ｑａ／Ｑｂ）は、下部表示板１００に設けられた薄膜ト
ランジスタ等の三端子素子とすることができ、その制御端子はゲート線（Ｇｉ）に接続さ
れており、入力端子はデータ線（Ｄｊ／Ｄｊ+１）に接続されており、出力端子は液晶キ
ャパシタ（Ｃｌｃ）及び第１／第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ／Ｃｓｔｂ）に接続
される。
【０１８２】
　液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）は、下部表示板１００の第１及び第２画素電極（ＰＥａ、Ｐ
Ｅｂ）を２端子とし、同時に第１画素電極（ＰＥａ）又は第２画素電極（ＰＥｂ）と共通
電極（ＣＥ）を２端子とすることができる。第１／第２画素電極（ＰＥａ／ＰＥｂ）は、
第１／第２スイッチング素子（Ｑａ／Ｑｂ）に接続されており、共通電極（ＣＥ）は、下
部表示板１００の１つの画素（ＰＸ）領域内の全面に形成され、第１及び第２画素電極（
ＰＥａ、ＰＥｂ）を有する画素電極（ＰＥ）と異なる層に形成されている。共通電極（Ｃ
Ｅ）には共通電圧（Ｖｃｏｍ）等の決められた電圧が印加され、第１及び第２画素電極（
ＰＥａ、ＰＥｂ）には共通電圧（Ｖｃｏｍ）を基準にそれぞれ異なる極性のデータ電圧が
各々印加される。一方、液晶層３は正の誘電率異方性を有し、液晶層３の液晶分子は、電
場のない状態でその長軸が２つの表示板の表面に対して垂直に配向されている。
【０１８３】
　第１／第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ／Ｃｓｔｂ）は、第１／第２画素電極（Ｐ
Ｅａ／ＰＥｂ）が共通電極（ＣＥ）と絶縁体を介在してオーバーラップしてなる。これに
対して、第１又は第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）は、第１又は第２画
素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）が絶縁体を媒介にしてすぐ上の前段ゲート線（図示せず）や別
個の信号線（図示せず）と各々オーバーラップするように構成できる。
【０１８４】
　画素電極（ＰＥ）に対応する上部表示板２００の領域には基本色中の１つを表示するカ
ラーフィルタ２３０を備えている。図１４の構成とは異なり、カラーフィルタ（ＣＦ）を
下部表示板１００の画素電極（ＰＥ）の上又は下に形成することも可能である。
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【０１８５】
　液晶表示板組立体には少なくとも１つの偏光子（図示せず）が備えられている。
【０１８６】
　このような液晶表示板組立体を含む液晶表示装置の動作及び効果については、図１～図
５と同様であるので詳細な説明は省略する。
【０１８７】
　以下、図１５及び図１６を参照して図１４に示す液晶表示板組立体の一例について説明
する。
【０１８８】
　図１５は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図であり、図１６は図１５の
液晶表示板組立体のＸＶＩ-ＸＶＩ線による断面図である。
【０１８９】
　本実施例による液晶表示板組立体の層状構造は、遮光部材とカラーフィルタ以外は、図
１１及び図１２に示される液晶表示板組立体の層状構造とほぼ同じである。
【０１９０】
　まず、下部表示板１００について説明する。
【０１９１】
　絶縁基板１１０の上に複数対の第１及び第２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ）を有す
る複数のゲート線１２１及び複数の共通電圧線２７１が形成されている。
【０１９２】
　共通電圧線２７１は共通電圧（Ｖｃｏｍ）を伝達し、ゲート線１２１とほぼ平行に図の
横方向に延長されている。共通電圧線２７１は、隣接する２つのゲート線１２１の間に位
置し、２つのゲート線１２１からほぼ同じ距離で離れている。
【０１９３】
　基板１１０及び共通電圧線２７１の上には複数の共通電極２７０が形成されている。共
通電極２７０は長方形でマトリクス状配列されており、ゲート線１２１の間の空間を殆ど
充填している。共通電極２７０は、共通電圧線２７１に接続され、共通電圧（Ｖｃｏｍ）
が印加される。共通電極２７０は、ＩＴＯやＩＺＯ等の透明な導電物質からなる。
【０１９４】
　ゲート線１２１、共通電圧線２７１及び共通電極２７０の上にはゲート絶縁膜１４０が
形成されている。ゲート絶縁膜１４０は、ゲート線１２１と共通電極２７０が互いに短絡
するのを防止し、これらの上に形成される他の導電性薄膜との間の電気的絶縁をはかる。
【０１９５】
　ゲート絶縁膜１４０の上には複数対の第１及び第２島状半導体（１５４ａ、１５４ｂ）
、複数対の第１及び第２島状オーミックコンタクト部材（１６３ａ、１６５ａ）、複数対
の第１及び第２データ線１７１と複数対の第１及び第２ドレイン電極（１７５ａ、１７５
ｂ）が順に形成されている。
【０１９６】
　第１及び第２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）、第１及び第２ドレイン電極（１７５ａ
、１７５ｂ）と、露出した第１及び第２半導体（１５４ａ、１５４ｂ）部分の上には、窒
化シリコンや酸化シリコン等からなる下部保護膜１８０ｐが形成されている。
【０１９７】
　下部保護膜１８０ｐの上には所定間隔で分離されて、複数の開口部２２７を有する遮光
部材２２０が形成されている。遮光部材２２０は上下に長く形成された直線部と、薄膜ト
ランジスタに対応する四角形部分を含み、光漏れを防止する。遮光部材２２０には第１及
び第２ドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）の上に位置する複数の貫通孔（２２５ａ、２
２５ｂ）が形成されている。
【０１９８】
　下部保護膜１８０ｐ及び遮光部材２２０の上には複数のカラーフィルタ２３０が形成さ
れている。カラーフィルタ２３０は、殆ど遮光部材２２０で覆われた領域内に設けられて
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いる。
【０１９９】
　ここで下部保護膜１８０ｐは、カラーフィルタ２３０の顔料が露出した半導体（１５４
ａ、１５４ｂ）部分に流入するのを防止することができる。
【０２００】
　遮光部材２２０及びカラーフィルタ２３０の上には上部保護膜１８０ｑが形成されてい
る。上部保護膜１８０ｑは、窒化シリコン又は酸化シリコン等の無機絶縁物質からなり、
カラーフィルタ２３０が分離されるのを防止し、カラーフィルタ２３０から流入する溶剤
（ｓｏｌｖｅｎｔ）のような有機物による液晶層３の汚染を抑えて画面駆動時の残像等の
表示不良を防止する。
【０２０１】
　遮光部材２２０及びカラーフィルタ２３０のうちの少なくとも１つは、上部表示板２０
０に位置する構成であってもよく、この場合、下部表示板１００の下部保護膜１８０ｐと
上部保護膜１８０ｑのうちの１つは省略することができる。
【０２０２】
　上部保護膜１８０ｑ及び下部保護膜１８０ｐには第１及び第２ドレイン電極（１７５ａ
、１７５ｂ）を露出させる複数のコンタクトホール（１８５ａ、１８５ｂ）が形成されて
いる。
【０２０３】
　上部保護膜１８０ｑの上には複数対の第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）が
形成されている。第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）は、各々複数の枝電極と
これらを連結する縦連結部を有し、下部の共通電極２７０とオーバーラップしている。
【０２０４】
　第１画素電極１９１ａの縦連結部は、共通電極２７０の左側辺に沿って図の上下方向に
長く延長されている。共通電圧線２７１の位置を基準に上部に位置する枝電極は、連結部
から図の右側下方に斜めに延長されており、下部に位置する枝電極は、連結部から図の右
側上方に斜めに延長されている。
【０２０５】
　第２画素電極１９１ｂの縦連結部は、共通電極２７０の右側辺に沿って図の上下方向に
長く延長されている。共通電圧線２７１の位置を基準に上部に位置する枝電極は、連結部
から図の左側上方に斜めに延長されており、下部に位置する枝電極は連結部から図の左側
下方に斜めに延長されている。
【０２０６】
　第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝電極は、所定の間隔を置いて互いに
噛み合って交互に配置されて櫛状をなす。
【０２０７】
　下部表示板１００と上部表示板２００の間に挟持された液晶層３は、正の誘電率異方性
を有する液晶分子３１を含み、液晶分子３１は電場のない状態でその長軸が２つの表示板
（１００、２００）の表面に対して垂直に配向されている。
【０２０８】
　第１／第２ドレイン電極１７５ａ／１７５ｂからデータ電圧が印加される第１及び第２
副画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）は、その間の液晶層３部分と共に液晶キャパシタ（Ｃ
ｌｃ）を構成し、第１及び第２薄膜トランジスタ（Ｑａ、Ｑｂ）がターンオフした後も印
加された電圧を維持する。
【０２０９】
　第１／第２画素電極（１９１ａ／１９１ｂ）と共通電極２７０はまた、ゲート絶縁膜１
４０、下部及び上部保護膜（１８０ｐ、１８０ｑ）を誘電体として第１／第２ストレージ
キャパシタ（Ｃｓｔａ／Ｃｓｔｂ）を構成し、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）の電圧維持能力
を強化する。第１／第２画素電極（１９１ａ／１９１ｂ）と共通電極２７０の間に位置す
るカラーフィルタ２３０の一部は除去されて、第１／第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ
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ａ／Ｃｓｔｂ）の保持容量を増加させる。
【０２１０】
　第１／第２副画素電極（１９１ａ／１９１ｂ）に接続された第１／第２ドレイン電極（
１７５ａ／１７５ｂ）の第１／第２拡張部（１７７ａ／１７７ｂ）は、ゲート絶縁膜１４
０を介在して維持拡張部１３７とオーバーラップして、第１／第２ストレージキャパシタ
（Ｃｓｔａ／Ｃｓｔｂ）を構成し、第１／第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ／Ｃｓｔ
ｂ）は、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）の電圧維持能力を強化する。
【０２１１】
　さらに、下部及び上部表示板（１００、２００）の内側面には配向膜１１、２１が形成
されている。２つの配向膜（１１、２１）は水平配向膜である。
【０２１２】
　共通電極２７０に共通電圧（Ｖｃｏｍ）が印加され、第１及び第２画素電極（１９１ａ
、１９１ｂ）には、共通電圧（Ｖｃｏｍ）を基準に互いに極性の異なる２つのデータ電圧
が印加されると、表示板（１００、２００）の表面にほぼ水平の電場が液晶層３に生成さ
れる。これによって液晶層３の液晶分子３１は、その長軸が電場に水平に傾き、傾斜程度
によって入射光の偏光程度が変わる。なお、本実施例では第１及び第２画素電極（１９１
ａ、１９１ｂ）の間の液晶層３に生成される電場以外に、共通電極２７０と第１及び第２
画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間の液晶層３に生成される電場によって液晶分子３１
の応答速度をさらに向上させることができ、液晶表示装置の透過率を一層高めることがで
きる。一方、電場の水平成分は、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝電極
にほぼ垂直になり、図１５に示すように、枝電極の傾いた方向が共通電圧線２７１を基準
にそれぞれ異なるので、液晶分子３１の傾いた方向を様々にして広視野角を得ることがで
きる。
【０２１３】
　以下、図１７に基づいて、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体について説明す
る。
【０２１４】
　図１７は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す等
価回路図である。
【０２１５】
　図１７に示すように、本実施例による液晶表示板組立体も図１４に示す実施例と同様に
、複数のゲート線（Ｇｉ）、複数対のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を含む信号線と、これ
に接続された複数の画素（ＰＸ）を有する。
【０２１６】
　各画素（ＰＸ）は、信号線（Ｇｉ、Ｄｊ、Ｄｊ+１）に接続された第１及び第２スイッ
チング素子（Ｑａ、Ｑｂ）、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）、第１及び第２液晶キャパシタ（
Ｃｌｃａ、Ｃｌｃｂ）と、第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を
含む。
【０２１７】
　本実施例では、図１４に示す実施例と異なって、共通電極（ＣＥ）が上部表示板２００
の全面に形成され、第１／第２液晶キャパシタ（Ｃｌｃａ／Ｃｌｃｂ）は、下部表示板１
００の第１／第２画素電極（ＰＥａ／ＰＥｂ）と上部表示板２００の共通電極（ＣＥ）を
２端子とし、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）は、下部表示板１００の第１及び第２画素電極（
ＰＥａ、ＰＥｂ）を２端子とする。
【０２１８】
　また第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）は、第１及び第２画素
電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）を有する画素電極（ＰＥ）と、別個の信号線（図示せず）又はす
ぐ上の前端ゲート線（図示せず）が絶縁体を媒介としてオーバーラップしてなる。
【０２１９】
　本実施例では、それぞれ異なる極性のデータ電圧が印加される第１及び第２画素電極（
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ＰＥａ、ＰＥｂ）は、液晶層３に表示板（１００、２００）に水平な電場を生成する。同
時に下部表示板１００の第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）と上部表示板２００の
共通電極（ＣＥ）も液晶層３に電場を生成し、第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）
の周縁エッジ（ｅｄｇｅ）が共通電極（ＣＥ）と共に電場を歪曲して、画素電極（ＰＥａ
、ＰＥｂ）の周縁エッジに垂直の水平成分を作る。これによって正の誘電率異方性を有す
る液晶層３の液晶分子は、該電場に平行に傾き、傾斜程度によって液晶層３の入射光の偏
光の変化程度が変わる。
【０２２０】
　なお、他の実施例においては、第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）が絶縁体を介
在して互いにオーバーラップして、１つのストレージキャパシタ（図示せず）を構成する
。
【０２２１】
　以下、図１８及び図１９を参照して図１７に示した液晶表示板組立体の一例について説
明する。
【０２２２】
　図１８は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図であり、図１９は図１８の
液晶表示板組立体のＸＩＸ-ＸＩＸ線による断面図である。
【０２２３】
　本実施例による液晶表示板組立体の層状構造は、図１１及び図１２に示す液晶表示板組
立体の層状構造とほぼ同様である。
【０２２４】
　まず、下部表示板１００について説明する。絶縁基板１１０の上に複数対の第１及び第
２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ）を有する複数のゲート線１２１及び複数の維持電極
線１３１が形成されており、その上にはゲート絶縁膜１４０が形成されている。ゲート絶
縁膜１４０の上には複数対の第１及び第２線状半導体（１５１ａ、１５１ｂ）、複数対の
第１及び第２線状オーミックコンタクト部材１６１ａと複数対の第１及び第２島状オーミ
ックコンタクト部材１６５ａ、並びに複数対の第１及び第２データ線（１７１ａ、１７１
ｂ）と複数対の第１及び第２ドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）が順に形成されている
。その上には保護膜１８０、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）と配向膜１１
が順に形成されている。
【０２２５】
　次に、上部表示板２００について説明する。絶縁基板２１０の上に遮光部材２２０、カ
ラーフィルタ２３０、蓋膜２５０、共通電極２７０と配向膜２１が順に形成されている。
【０２２６】
　本実施例では、図１１及び図１２に示す液晶表示板組立体と異なり、第１及び第２半導
体（１５１ａ、１５１ｂ）が線状であり、ソース電極（１７３ａ、１７３ｂ）及びドレイ
ン電極（１７５ａ、１７５ｂ）に沿って突出した第１及び第２突出部（１５４ａ、１５４
ｂ）を有する。また線状オーミックコンタクト部材１６１ａもデータ線（１７１ａ、１７
１ｂ）に沿って延長された線状であり、ソース電極（１７３ａ、１７３ｂ）に沿って突出
した突出部１６３ａを有する。線状半導体（１５１ａ、１５１ｂ）は、データ線（１７１
ａ、１７１ｂ）、ドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）及びその下部のオーミックコンタ
クト部材（１６１ａ、１６３ａ、１６５ａ）と実質的に同じ平面形状を有する。
【０２２７】
　このような下部表示板１００を本発明の一実施例により製造する方法において、データ
線（１７１ａ、１７１ｂ）とドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）、半導体（１５１ａ、
１５１ｂ）及びオーミックコンタクト部材（１６１ａ、１６３ａ、１６５ａ）を１度のフ
ォト工程により形成する。
【０２２８】
　また維持電極線１３１が隣接する２つのゲート線１２１の間に位置し、２つのゲート線
１２１からの距離がほぼ同一である。第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）各々
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がゲート絶縁膜１４０と保護膜１８０を介在して維持電極線１３１とオーバーラップして
、第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を構成する。この場合、第
１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）と維持電極線１３１がオーバーラップする部
分の保護膜１８０は除去してもよい。
【０２２９】
　第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）は、各々横部と複数の縦部を有する。第
１画素電極１９１ａの横部は下端に位置し、複数の縦部は横部から図の上方に延長されて
いる。第２画素電極１９１ｂの横部は上端に位置し、複数の縦部は横部から図の下方に延
長されている。第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の横部及び縦部は、互いに
ほぼ直角をなし、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の縦部は交互に配置され
ている。
【０２３０】
　他にも図１～図５、図６及び図７に示す液晶表示板組立体及びこれを含む液晶表示装置
の様々な特徴は、図１８及び図１９に示す液晶表示板組立体にも適用できる。
【０２３１】
　以下、図２０を参照して、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体について説明す
る。
【０２３２】
　図２０は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す等
価回路図である。
【０２３３】
　図２０に示すように、本実施例による液晶表示板組立体も図８に示す実施例と同様に、
複数のゲート線（Ｇｉ）、複数対のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を有する信号線と、これ
に接続された複数の画素（ＰＸ）を有する。
【０２３４】
　本実施例における各画素（ＰＸ）は、信号線（Ｇｉ、Ｄｊ、Ｄｊ+１）に接続された第
１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）と第１及び第２
ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を含む。
【０２３５】
　第１／第２スイッチング素子（Ｑａ／Ｑｂ）の制御端子は、ゲート線（Ｇｉ）に接続さ
れており、入力端子はデータ線（Ｄｊ／Ｄｊ+１）に接続されており、出力端子は第１／
第２画素電極（ＰＥａ／ＰＥｂ）に接続される。液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）は、下部表示
板１００の第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）を２端子とする。液晶キャパシタ（
Ｃｌｃ）は、第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）を２端子とし、その間の液晶層３
を誘電体として含む。第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）の間の距離は位置によっ
て距離が変わる。第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）には共通電圧（Ｖｃｏｍ）を
基準にそれぞれ異なる極性を有するデータ電圧が印加される。一方、液晶層３は正の誘電
率異方性を有し、液晶層３の液晶分子は電場のない状態でその長軸が２つの表示板の表面
に対して垂直に配向されている。
【０２３６】
　第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）は、第１及び第２画素電極
（ＰＥａ、ＰＥｂ）と別個の信号線（図示せず）やすぐ上の前端ゲート線（図示せず）と
絶縁体を媒介としてオーバーラップするように構成される。
【０２３７】
　なお、他の実施例として、第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）が絶縁体を介在し
てオーバーラップして、１つのストレージキャパシタ（図示せず）をなすように構成でき
る。
【０２３８】
　本実施例では、共通電圧（Ｖｃｏｍ）を基準にそれぞれ異なる極性のデータ電圧が印加
される第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）が表示板（１００、２００）にほぼ水平
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な電場を液晶層３に生成し、第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）の間の距離が短い
場合、長い場合に比べてより強い電場が生成される。よって第１及び第２画素電極（ＰＥ
ａ、ＰＥｂ）の間の距離が短い所に位置する液晶分子が、電場に平行な方向に対して傾く
程度がさらに大きくなり、光透過率も向上する。このように、１つの画素（ＰＸ）におい
て光透過率の異なる２つの領域が存在するので、第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ
）の間の距離を適宜調整することによって、側面ガンマ曲線を正面ガンマ曲線に最も近づ
くようにすることができ、その結果、側面視認性を向上させることができる。また第１及
び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）の間の距離が長い部分と短い部分を混合することで、
液晶表示装置の透過率を向上させることができる。
【０２３９】
　他に、カラーフィルタ（ＣＦ）、偏光子（図示せず）、本実施例による液晶表示板組立
体を含む液晶表示装置の動作及び効果については、図１～図５と同様であるので詳細な説
明は省略する。
【０２４０】
　以下、図２１及び図２２を参照して図２０に示す液晶表示板組立体の一例について説明
する。
【０２４１】
　図２１は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図であり、図２２は図２１の
液晶表示板組立体のＸＸＩＩ-ＸＸＩＩ線による断面図である。
【０２４２】
　本実施例による液晶表示板組立体の層状構造は、図１１及び図１２に示す液晶表示板組
立体の層状構造とほぼ同様である。
【０２４３】
　まず、下部表示板１００について説明する。絶縁基板１１０の上に複数対の第１及び第
２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ）を含む複数のゲート線１２１及び複数の維持電極線
１３１が形成され、その上にはゲート絶縁膜１４０が形成されている。ゲート絶縁膜１４
０の上には複数対の第１及び第２島状半導体（１５４ａ、１５４ｂ）、複数対の第１及び
第２島状オーミックコンタクト部材（１６３ａ、１６５ａ）、並びに複数対の第１及び第
２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）と複数対の第１及び第２ドレイン電極（１７５ａ、１
７５ｂ）が順に形成されている。その上には保護膜１８０、複数の枝部を含む第１及び第
２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）と配向膜１１が順に形成されている。第１及び第２画
素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝部はゲート線１２１又は維持電極線１３１とほぼ４５
度をなして図の斜め方向に延長されている。
【０２４４】
　次に、上部表示板２００について説明する。絶縁基板２１０の上に遮光部材２２０、カ
ラーフィルタ２３０、蓋膜２５０、共通電極２７０と配向膜２１が順に形成されている。
【０２４５】
　本実施例では図１１及び図１２に示す実施例と異なり、第１及び第２画素電極（１９１
ａ、１９１ｂ）の枝部間の間隔の広い低階調領域（ＬＡ）と、間隔の狭い高階調領域（低
階調領域（ＬＡ）を除いた残りの領域）が存在する。高階調領域は上部、下部及び中部の
３部分に分けられ、低階調領域（ＬＡ）は高階調領域の上部又は下部と中部との間に位置
し、くの字形状をなしている。低階調領域（ＬＡ）で第１及び第２画素電極（１９１ａ、
１９１ｂ）の枝部間の間隔は６μｍ～２０μｍであり、高階調領域で第１及び第２画素電
極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝部間の間隔は２μｍ～５μｍである。低階調領域（ＬＡ）
と高階調領域において、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝部間の間隔と
枝部の幅は変更可能である。
【０２４６】
　このように１つの画素（ＰＸ）で第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）間の間
隔を様々にすることによって液晶分子３１の傾斜角度を多様にすることができ、１つの画
像情報に対してそれぞれ異なる輝度で表示することができる。第１及び第２画素電極（１
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９１ａ、１９１ｂ）の枝部間の間隔を適宜調整することで、側面からの画像を正面からの
画像に最大に近づくようにして側面視認性を向上させることができ、透過率が向上する。
【０２４７】
　他に、維持電極線１３１が下方に突出した複数の維持電極１３７を有し、第１及び第２
ドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）の各々が維持電極１３７とオーバーラップして、第
１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を構成する。
【０２４８】
　また第１及び第２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）は、第１及び第２ゲート電極（１２
４ａ、１２４ｂ）に向けてＣ字形状又は逆Ｃ字形状に折曲された複数対の第１及び第２ソ
ース電極（１７３ａ、１７３ｂ）を有する。
【０２４９】
　さらに、図１～図５、図６及び図７に示す液晶表示板組立体及びこれを含む液晶表示装
置の特徴は、図２１及び図２２に示す液晶表示板組立体にも適用できる。
【０２５０】
　以下、図２３～図２５を参照して図２０に示す液晶表示板組立体の他の例について説明
する。
【０２５１】
　図２３～図２５は各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【０２５２】
　まず、図２３に示す液晶表示板組立体について説明する。
【０２５３】
　本実施例による液晶表示板組立体は、図２１及び図２２に示す液晶表示板組立体とほぼ
同様である。
【０２５４】
　しかし下部表示板１００又は上部表示板２００に遮光部材２２０をさらに有し、遮光部
材２２０は画素電極１９１間の光漏れを防止し、画素電極１９１と対向する開口領域を設
定する。
【０２５５】
　また第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間の間隔の長い低階調領域（ＬＡ
）が第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間の間隔の短い高階調領域（低階調
領域（ＬＡ）を除いた残りの領域）の上部及び下部に分けられて位置し、第１及び第２画
素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間の間隔も図２１と異なるように構成できる。低階調領
域（ＬＡ）における第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝部間の間隔は６μ
ｍ～２０μｍであり、高階調領域における第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）
の枝部間の間隔は２μｍ～５μｍである。
【０２５６】
　以下、図２４に示す液晶表示板組立体について説明する。
【０２５７】
　本実施例による液晶表示板組立体の層状構造は、図２１及び図２２に示す液晶表示板組
立体の層状構造とほぼ同様である。以下では図２１及び図２２に示す実施例と異なる点を
中心に説明する。
【０２５８】
　まず、下部表示板（図示せず）について説明する。絶縁基板（図示せず）の上に複数対
の第１及び第２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ）を有する複数のゲート線１２１及び複
数の維持電極線１３１を含む複数のゲート導電体が形成されている。
【０２５９】
　維持電極線１３１は複数対の第１及び第２維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）を有する。
第１及び第２維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）は一定の距離を置いて位置し、各々図の上
下に長く延長されて、下端に拡張部を有する。維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）を含む維
持電極線１３１は、上部の第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）とオーバーラッ
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プして、第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を形成する。
【０２６０】
　ゲート導電体（１２１、１３１）の上にはゲート絶縁膜（図示せず）、複数対の第１及
び第２島状半導体（１５４ａ、１５４ｂ）、複数対の第１及び第２島状オーミックコンタ
クト部材（図示せず）、並びに複数対の第１及び第２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）と
複数対の第１及び第２ドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）が順に形成されている。
【０２６１】
　第１／第２データ線（１７１ａ／１７１ｂ）は、第１／第２ゲート電極（１２４ａ／１
２４ｂ）に向けて図の右側／左側に延長されて、Ｗ字状に曲がる複数対の第１／第２ソー
ス電極（１７３ａ／１７３ｂ）を有する。第１／第２ドレイン電極（１７５ａ／１７５ｂ
）は、一対の棒状端部と面積の広い他側端部を有する。
【０２６２】
　第１及び第２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）、第１及び第２ドレイン電極（１７５ａ
、１７５ｂ）及び露出した半導体（１５４ａ、１５４ｂ）部分の上には保護膜１８０が形
成されており、その上に第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）が形成されている
。
【０２６３】
　第１画素電極１９１ａは、縦部１９２ａ、横部１９３ａ、上部枝部１９４ａ及び下部枝
部１９５ａを有する。横部１９３ａは縦部１９２ａをほぼ垂直二等分し、図の右側に延長
されている。上部枝部１９４ａは横部１９３ａを基準に図の上側に位置し、縦部１９２ａ
又は横部１９３ａから図の右側上方に斜めに延長されている。下部枝部１９５ａは横部１
９３ａを基準に図の下側に位置し、縦部１９２ａ又は横部１９３ａから図の右側下方に斜
めに延長されている。
【０２６４】
　第２画素電極１９１ｂは、縦部１９２ｂ、上部横部１９３ｂ１、下部横部１９３ｂ２、
上部枝部１９４ｂ及び下部枝部１９５ｂを有する。縦部１９２ｂは、第１画素電極１９１
ａの横部１９３ａを間に置いて縦部１９２ａと対向し、上部及び下部横部（１９３ｂ１、
１９３ｂ２）は、各々縦部１９２ｂの上端及び下端から図の左側に延長されて縦部１９２
ｂとほぼ直角をなす。上部枝部１９４ｂは、第１画素電極１９１ａの横部１９３ａを基準
に図の上側に位置し、第２画素電極１９１ｂの縦部１９２ｂ又は上部横部１９３ｂ１から
図の左側下方に斜めに延長されている。下部枝部１９５ｂは、第１画素電極１９１ａの横
部１９３ａを基準に下側に位置し、第２画素電極１９１ｂの縦部１９２ａ又は下部横部１
９３ｂ２から図の左側上方に斜めに延長されている。
【０２６５】
　第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝部（１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ
、１９５ｂ）は、ゲート線１２１又は維持電極線１３１とほぼ４５度をなす。
【０２６６】
　第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の上部及び下部枝部（１９４ａ、１９４
ｂ、１９５ａ、１９５ｂ）は交互に配置されており、隣接する第１及び第２画素電極（１
９１ａ、１９１ｂ）間の距離が長い部分と短い部分が交互に位置する。
【０２６７】
　このように１つの画素において、第１画素電極１９１ａと第２画素電極１９１ｂの間の
距離が長い部分と短い部分を交互に一緒に位置させて、液晶層３に生成される電場の強さ
を多様にし、液晶分子３１の傾斜角度も多様にすることができ、液晶表示装置の側面視認
性を向上させ、透過率を向上させることができる。
【０２６８】
　なお、他の実施例においては、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間の間
隔が短い部分に続いて間隔の長い部分が複数位置するように構成できる。又は第１及び第
２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間の間隔の長い部分に続いて間隔の短い部分が複数
位置するように構成できる。他に、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間の
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距離を調整するか、間隔の短い部分と長い部分の配置を調整して、透過率を最大にし、側
面視認性を向上させることができる。
【０２６９】
　また、、保護膜（図示せず）及び画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の上には配向膜（図
示せず）が形成されている。
【０２７０】
　次に、上部表示板（図示せず）について説明する。絶縁基板（図示せず）の上に遮光部
材（図示せず）、カラーフィルタ（図示せず）、蓋膜（図示せず）及び配向膜（図示せず
）が順に形成されている。
【０２７１】
　なお、図２１及び図２２に示す液晶表示板組立体の特徴は、図２４に示す液晶表示板組
立体にも適用できる。
【０２７２】
　以下、図２５に示す液晶表示板組立体について説明する。
【０２７３】
　本実施例による液晶表示板組立体は図２４に示す液晶表示板組立体とほぼ同様である。
以下、図２４に示す実施例と異なる点を中心に説明する。
【０２７４】
　図２４に示す液晶表示板組立体と異なって、本実施例では維持電極線１３１が隣接する
２つのゲート線１２１のうち下側に位置するゲート線１２１に隣接し、上層の第１及び第
２ドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）と各々オーバーラップし、上方に突出した第１及
び第２維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）を有する構成とすることができる。このとき第１
及び第２維持電極（１３３ａ、１３３ｂ）は、ゲート絶縁膜１４０を介在して第１及び第
２ドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）の広い面積の部分と各々オーバーラップして、第
１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を形成するように構成できる。
【０２７５】
　また本実施例による液晶表示板組立体は、保護膜１８０の上に第１及び第２画素電極（
１９１ａ、１９１ｂ）を有し、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の外周形状
は全体的に長方形である。
【０２７６】
　第１画素電極１９１ａは図の上下に長く延長された左側縦部１９２ａ、図の上下に短く
延長された右側縦部１９８ａ、上部横部１９３ａ、これら１９２ａ、１９３ａ、１９８ａ
から延長されている複数の屈曲枝部１９５ａ及び複数の直線枝部１９７ａ、さらに、図の
下から上まで長く延長されて３回曲がる一対の中央屈曲部１９６ａを有する。第２画素電
極１９１ｂは、図の上下に短く延長された左側縦部１９８ｂ、図の上下に長く延長された
右側縦部１９２ｂ、下部横部１９３ｂ、これら１９２ｂ、１９３ｂ、１９８ｂから延長さ
れている複数の屈曲枝部１９５ｂ及び複数の直線枝部１９７ｂ、さらに、図の下から上ま
で長く延長されて３回曲がる一対の中央屈曲部１９６ｂを有する。
【０２７７】
　第１画素電極１９１ａの屈曲枝部１９５ａ、直線枝部１９７ａ及び中央屈曲部１９６ａ
は、第２画素電極１９１ｂの屈曲枝部１９５ｂ、直線枝部１９７ｂ及び中央屈曲部１９６
ｂとそれぞれ交互に配置されており、隣接する屈曲枝部（１９５ａ、１９５ｂ）の間又は
直線枝部（１９７ａ、１９７ｂ）の間の距離は、隣接する中央屈曲部（１９６ａ、１９６
ｂ）の間の距離より長い。従って中央屈曲部（１９６ａ、１９６ｂ）の間に生成される電
場の強さが屈曲枝部（１９５ａ、１９５ｂ）又は直線枝部（１９７ａ、１９７ｂ）の間に
生成される電場の強さより強く、液晶層（図示せず）の液晶分子が傾斜する角度がより大
きい。このように１つの画素（ＰＸ）における液晶分子の傾ける角度を異なるように構成
することによって１つの画素（ＰＸ）における輝度を多様にすることができ、画素電極（
１９１ａ、１９１ｂ）の間の間隔を調節して、液晶表示装置の側面視認性を向上させるこ
とができる。
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【０２７８】
　以下、図２６を参照して、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体について説明す
る。
【０２７９】
　図２６は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す等
価回路図である。
【０２８０】
　図２６に示すように、各画素（ＰＸ）は一対の第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）
を含む。第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）は、液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ
）及びストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈ／Ｃｓｔｌ）を含む。第１及び第２副画素（ＰＸ
ｈ、ＰＸｌ）のうちの少なくとも１つはゲート線、データ線及び液晶キャパシタ（Ｃｌｃ
ｈ、Ｃｌｃｌ）に接続された２つのスイッチング素子（図示せず）を含む。
【０２８１】
　液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）は、下部表示板１００の第１副画素電極（ＰＥ
ｈａ／ＰＥｌａ）と第２副画素電極（ＰＥｈｂ／ＰＥｌｂ）を２つの端子とし、第１副画
素電極（ＰＥｈａ／ＰＥｌａ）と第２副画素電極（ＰＥｈｂ／ＰＥｌｂ）の間の液晶層３
は誘電体として機能する。第２副画素電極（ＰＥｈｂ、ＰＥｌｂ）は、各々別途のスイッ
チング素子（図示せず）に接続されており、第１副画素電極（ＰＥｈａ、ＰＥｌａ）のう
ちの少なくとも１つについても別途のスイッチング素子（図示せず）に接続される。また
、第２副画素電極（ＰＥｈｂ、ＰＥｌｂ）が上部表示板２００に具備されてもよく、この
場合、第２副画素電極（ＰＥｈｂ、ＰＥｌｂ）はスイッチング素子に接続されることなく
別途の共通電圧（Ｖｃｏｍ）の印加を受けるように構成できる。一方液晶層３の液晶分子
は、正の誘電率異方性を有し、表示板（１００、２００）に垂直に配向されている。
【０２８２】
　液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）の補助的な役割を果たすストレージキャパシタ
（Ｃｓｔｈ／Ｃｓｔｌ）は、下部表示板１００の第１副画素電極（ＰＥｈａ／ＰＥｌａ）
と第２副画素電極（ＰＥｈｂ／ＰＥｌｂ）が絶縁体を介在してオーバーラップするように
構成される。
【０２８３】
　なお、カラーフィルタ（ＣＦ）及び偏光子（図示せず）については、上記実施例と同様
であるので詳細な説明は省略する。
【０２８４】
　以下、図２７を参照して図２６に示す液晶表示板組立体の一例について詳細に説明する
。
【０２８５】
　図２７は本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【０２８６】
　図２７に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）、隣接す
る第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を含む信号線とこれに接続される画素（ＰＸ
）を有する。
【０２８７】
　画素（ＰＸ）は一対の第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）を含む。第１／第２副画
素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）は、各々ゲート線（Ｇｉ）及びデータ線（Ｄｊ／Ｄｊ+１）に接続
される第１及び第２スイッチング素子（Ｑｈａ、Ｑｈｂ／Ｑｌａ、Ｑｌｂ）とこれに接続
される液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）、並びに第１及び第２ストレージキャパシ
タ（Ｃｓｔｈａ、Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓｔｌａ、Ｃｓｔｌｂ）を含む。
【０２８８】
　第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）には共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対して反対極性
のデータ電圧が印加される。
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【０２８９】
　第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）の第１スイッチング素子（Ｑｈａ／Ｑｌａ）の制
御端子及び入力端子は、各々ゲート線（Ｇｉ）及び第１データ線（Ｄｊ）に接続されてお
り、第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）の第２スイッチング素子（Ｑｈｂ／Ｑｌｂ）の
制御端子及び入力端子は、各々ゲート線（Ｇｉ）及び第２データ線（Ｄｊ+１）に接続さ
れている。また第１スイッチング素子（Ｑｈａ／Ｑｌａ）の出力端子は、液晶キャパシタ
（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）及び第１ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈａ／Ｃｓｔｌａ）に接
続されており、第２スイッチング素子（Ｑｈｂ／Ｑｌｂ）の出力端子は液晶キャパシタ（
Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓｔｌｂ）に接続
される。
【０２９０】
　また第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）の第１及び第２スイッチング素子（Ｑｈａ、
Ｑｈｂ／Ｑｌａ、Ｑｌｂ）のドレイン電極とゲート電極は、第１及び第２寄生キャパシタ
（Ｃｇｄｈａ、Ｃｇｄｈｂ／Ｃｇｄｌａ、Ｃｇｄｌｂ）を形成する。
【０２９１】
　本実施例では、第１及び第２寄生キャパシタ（Ｃｇｄｈａ、Ｃｇｄｈｂ、Ｃｇｄｌａ、
Ｃｇｄｌｂ）の容量を調節することによって、各液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）
の両端子におけるキックバック電圧の大きさを変え、結果的に各副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ
）の充電電圧が異なるように構成する。
【０２９２】
　例えば、第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）に各々７Ｖと－７Ｖが印加され、第
１副画素（ＰＸｈ）の第２寄生キャパシタ（Ｃｇｄｈｂ）と第２副画素（ＰＸｌ）の第１
寄生キャパシタ（Ｃｇｄｌａ）におけるキックバック電圧の大きさが０．５Ｖであり、第
１副画素（ＰＸｈ）の第１寄生キャパシタ（Ｃｇｄｈａ）と第２副画素（ＰＸｌ）の第２
寄生キャパシタ（Ｃｇｄｌｂ）におけるキックバック電圧の大きさが１Ｖの場合を説明す
る。ゲート線（Ｇｉ）にゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）が印加されると、液晶キャパシタ（
Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）の両端の電圧が各々キックバック電圧だけ低くなって、液晶キャパ
シタ（Ｃｌｃｈ）の両端に６Ｖと－７．５Ｖが印加されて、充電電圧が１３．５Ｖになり
、液晶キャパシタ（Ｃｌｃｌ）の両端には６．５Ｖと－８Ｖが印加されて、充電電圧が１
４．５Ｖになる。これにより、第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）の画素電圧は、各
々１３．５Ｖと１４．５になり液晶分子の傾斜角度をそれぞれ異なるようにし、第１及び
第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）における光透過率がそれぞれ異なるよう構成することがで
きる。このように第１及び第２寄生キャパシタ（Ｃｇｄｈａ、Ｃｇｄｈｂ、Ｃｇｄｌａ、
Ｃｇｄｌｂ）の容量を調節することで、液晶表示装置の視認性を向上させることができ、
データ電圧を小さくしなくて済むので液晶表示装置の透過率を向上させることができる。
【０２９３】
　液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）及び第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓ
ｔｈａ、Ｃｓｔｈｂ、Ｃｓｔｌａ、Ｃｓｔｌｂ）については、既に説明したので詳細な説
明は省略する。
【０２９４】
　以下、図２８Ａ及び図２８Ｂを参照して図２７に示す液晶表示板組立体の一例について
説明する。
【０２９５】
　図２８Ａは本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図であり、図２８Ｂは図２
８Ａの液晶表示板組立体のスイッチング素子を拡大した配置図である。
【０２９６】
　本実施例による液晶表示板組立体の層状構造は、図２１及び図２２に示す液晶表示板組
立体の層状構造とほぼ同様である。
【０２９７】
　まず、下部表示板（図示せず）について説明する。絶縁基板（図示せず）の上に複数対
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の第１ゲート電極（１２４ｈａ、１２４ｌａ）と第２ゲート電極（１２４ｈｂ、１２４ｌ
ｂ）を有する複数のゲート線１２１及び複数の維持電極（１３３ｈ、１３３ｌ）を含む複
数対の上部及び下部維持電極線（１３１ｈ、１３１ｌ）が形成されている。その上にはゲ
ート絶縁膜（図示せず）、複数対の第１半導体（１５４ｈａ、１５４ｌａ）と第２半導体
（１５４ｈｂ、１５４ｌｂ）、複数対の第１島状オーミックコンタクト部材（図示せず）
と第２島状オーミックコンタクト部材（図示せず）、第１ソース電極（１７３ｈａ、１７
３ｌａ）と第２ソース電極（１７３ｈｂ、１７３ｌｂ）を含む複数対の第１及び第２デー
タ線（１７１ａ、１７１ｂ）と複数対の第１ドレイン電極（１７５ｈａ、１７５ｌａ）と
第２ドレイン電極（１７５ｈｂ、１７５ｌｂ）、保護膜（図示せず）、並びに複数対の第
１副画素電極（１９１ｈａ、１９１ｌａ）と第２副画素電極（１９１ｈｂ、１９１ｌｂ）
が順に形成されている。
【０２９８】
　次に、上部表示板（図示せず）について説明する。絶縁基板（図示せず）の上に遮光部
材（図示せず）、カラーフィルタ（図示せず）、蓋膜（図示せず）と配向膜（図示せず）
が順に形成されている。
【０２９９】
　ゲート線１２１、維持電極線（１３１ｈ、１３１ｌ）は、画素（ＰＸ）領域の中心を横
切って延長され、ゲート線１２１は維持電極線（１３１ｈ、１３１ｌ）の間に位置する。
【０３００】
　第１副画素（ＰＸｈ）の第１及び第２副画素電極（１９１ｈａ、１９１ｈｂ）はゲート
線１２１を基準に上部に位置し、第２副画素（ＰＸｌ）の第１及び第２副画素電極（１９
１ｌａ、１９１ｌｂ）はゲート線１２１を基準に下部に位置する。第１／第２副画素領域
（ＰＸｈ／ＰＸｌ）で第１及び第２副画素電極（１９１ｈａ、１９１ｈｂ／１９１ｌａ、
１９１ｌｂ）はゲート線１２１に対して斜めに延長される複数の枝部を含み、第１及び第
２副画素電極（１９１ｈａ、１９１ｈｂ／１９１ｌａ、１９１ｌｂ）の枝部は交互に配置
されている。
【０３０１】
　本実施例では図２８Ｂに示すように、第１副画素（ＰＸｈ）の第２スイッチング素子（
Ｑｈｂ）を構成する第２ゲート電極１２４ｈｂと第２ドレイン電極１７５ｈｂ間の重畳面
積が、第１副画素（ＰＸｈ）の第１スイッチング素子（Ｑｈａ）を構成する第１ゲート電
極１２４ｈａと第１ドレイン電極１７５ｈａ間の重畳面積より小さくてもよい。例えば、
第２スイッチング素子（Ｑｈｂ）を構成する第２ゲート電極１２４ｈｂと第２ドレイン電
極１７５ｈｂ間の重畳面積と、第１スイッチング素子（Ｑｈａ）を構成する第１ゲート電
極１２４ｈａと第１ドレイン電極１７５ｈａ間の重畳面積の比率は１:１．１～１：１０
、又は１：２～１：６である。さらに、ゲート電極（１２４ｈａ、１２４ｈｂ）とオーバ
ーラップするドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）が線状（ｌｉｎｅ ｓｈａｐｅ）であ
る場合、重畳面積の比率はドレイン電極（１７５ａ、１７５ｂ）の幅の比率と一致する。
即ち、第２ドレイン電極１７５ｈｂの幅Ｄ２と第１ドレイン電極１７５ｈａの幅Ｄ１の比
率は１：１．１～１：１０であってもよく、１：２～１：６であってもよい。
【０３０２】
　また、第２副画素（ＰＸｌ）の第１スイッチング素子（Ｑｌａ）を構成する第１ゲート
電極１２４ｌａと第１ドレイン電極１７５ｌａ間の重畳面積が第２スイッチング素子（Ｑ
ｌｂ）を構成する第２ゲート電極１２４ｌｂと第２ドレイン電極１７５ｌｂ間の重畳面積
より小さくてもよい。例えば、第１スイッチング素子（Ｑｌａ）の第１ゲート電極１２４
ｌａと第１ドレイン電極１７５ｌａ間の重畳面積と、第２スイッチング素子（Ｑｌｂ）の
第２ゲート電極１２４ｌｂと第２ドレイン電極１７５ｌｂ間の重畳面積の比率は１：１．
１～１:１０であってもよく、１：２～１：６であってもよい。さらに、ゲート電極１２
４ｌａ、１２４ｌｂとオーバーラップするドレイン電極（１７５ｌａ、１７５ｌｂ）が線
状である場合、重畳面積の比率はドレイン電極（１７５ｌａ、１７５ｌｂ）の幅の比率と
一致する。即ち、第１ドレイン電極１７５ｌａの幅Ｄ３と第２ドレイン電極１７５ｌｂの
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幅Ｄ４の比率は、１：１．１～１：１０であってもよく、１：２～１：６であってもよい
。
【０３０３】
　このように、第１及び第２ゲート電極（１２４ｈａ、１２４ｈｂ、１２４ｌａ、１２４
ｌｂ）と第１及び第２ドレイン電極）１７５ｈａ、１７５ｈｂ、１７５ｌａ、１７５ｌｂ
）の重畳面積の比率を調節して、寄生キャパシタ（Ｃｇｄｈａ、Ｃｇｄｈｂ、Ｃｇｄｌａ
、Ｃｇｄｌｂ）の容量を調節することができる。
【０３０４】
　このような重畳面積の比率を保持する場合、第１副画素（ＰＸｈ）の第１寄生キャパシ
タ（Ｃｇｄｈａ）の容量が第２寄生キャパシタ（Ｃｇｄｈｂ）の容量より１．１～１０倍
大きくするか、第２副画素（ＰＸｌ）の第２寄生キャパシタ（Ｃｇｄｌｂ）の容量が第１
寄生キャパシタ（Ｃｇｄｌａ）の容量より１．１～１０倍大きくすることができる。
【０３０５】
　また第１副画素（ＰＸｈ）の第１寄生キャパシタ（Ｃｇｄｈａ）の容量は、第２副画素
（ＰＸｌ）の第２寄生キャパシタ（Ｃｇｄｌｂ）の容量と実質的に同一にすることができ
る。そして、第１副画素（ＰＸｈ）の第２寄生キャパシタ（Ｃｇｄｈｂ）の容量は、第２
副画素（ＰＸｌ）の第１寄生キャパシタ（Ｃｇｄｌａ）の容量と実質的に同一にすること
ができる。
【０３０６】
　このようにして第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）の充電電圧、つまり、画素電圧
の大きさを変化させて側面視認性を向上させることができる。
【０３０７】
　また第１及び第２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）に印加されるデータ電圧の極性が反
対であるため、駆動電圧を上昇させて液晶分子の応答速度を高めることができ、液晶表示
装置の透過率を向上させることができる。
【０３０８】
　なお、図２１及び図２２に示す実施例における色々な特徴は、本実施例にも適用可能で
ある。
【０３０９】
　以下、図２９を参照して図２６に示す液晶表示板組立体の他の例について説明する。
【０３１０】
　図２９は本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【０３１１】
　本実施例による液晶表示板組立体は、図２７に示す液晶表示板組立体とは異なり、第１
／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）が１つのストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈ／Ｃｓｔｌ）
を有する。このように各副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）に１つのストレージキャパシタ（Ｃｓ
ｔｈ、Ｃｓｔｌ）を形成することで、共通電圧（Ｖｃｏｍ）の伝達のための配線を別に形
成しなくて済み、開口率が向上する。
【０３１２】
　以下、図３０～図３３及び図１を参照して図２６に示す液晶表示板組立体の他の例につ
いて説明する。
【０３１３】
　図３０～図３３は、各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の
等価回路図である。
【０３１４】
　図３０を参照すると、本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）及び隣接
する第１～第４データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２、Ｄｊ+３）を含む信号線と、これに
接続された画素（ＰＸ）を有する。
【０３１５】
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　画素（ＰＸ）は一対の第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）を含み、各副画素（ＰＸ
ｈ／ＰＸｌ）は、各々ゲート線（Ｇｉ）及びデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１／Ｄｊ+２、Ｄｊ+

３）に接続される第１及び第２スイッチング素子（Ｑｈａ、Ｑｈｂ／Ｑｌａ、Ｑｌｂ）と
、これに接続された液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）、ストレージキャパシタ（Ｃ
ｓｔｈ／Ｃｓｔｌ）を含む。
【０３１６】
　このような液晶表示板組立体を含む液晶表示装置において、信号制御部６００が１つの
画素（ＰＸ）に対する入力画像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を受信して、２つの副画素（ＰＸｈ、
ＰＸｌ）に対する出力画像信号（ＤＡＴ）に変換してデータ駆動部５００に伝送する。他
に、階調電圧生成部８００で２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）に対する階調電圧群を別途
形成し、これを交互にデータ駆動部５００に提供するか、データ駆動部５００でこれを交
互に選択することによって、２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）にそれぞれ異なる電圧を印
加するように構成できる。しかしこの場合、２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）の合成ガン
マ曲線が正面の基準ガンマ曲線に近づくように画像信号を補正したり階調電圧群を形成し
てもよい。例えば、正面の合成ガンマ曲線は、該液晶表示板組立体に最適に決められた正
面の基準ガンマ曲線と一致するようにし、側面の合成ガンマ曲線は正面の基準ガンマ曲線
と最も近づくようにする。このようにして、液晶表示装置の側面視認性を向上させること
ができる。
【０３１７】
　また第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）に接続されるデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１／Ｄ

ｊ+２、Ｄｊ+３）に印加されるデータ電圧の極性を反対にして、駆動電圧を高めて透過率
及び応答速度を向上させることができる。
【０３１８】
　図３１に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、図３０に示す液晶表示板組
立体と異なり、第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）が１つのストレージキャパシタ（Ｃ
ｓｔｈ／Ｃｓｔｌ）を含む。さらに、図１３又は図３０に示す実施例のおける説明は本実
施例にも適用可能である。
【０３１９】
　図３２に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、隣接する第１及び第２ゲー
ト線（Ｇｉ、Ｇｉ+１）、第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を含む信号線とこれに
接続される画素（ＰＸ）を有する。
【０３２０】
　画素（ＰＸ）は一対の第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）を含み、第１／第２副画
素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）は、第１及び第２スイッチング素子（Ｑｈａ、Ｑｈｂ／Ｑｌａ、Ｑ
ｌｂ）とこれに接続された液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）、並びに第１及び第２
ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈａ、Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓｔｌａ、Ｃｓｔｌｂ）を含む。
【０３２１】
　本実施例による液晶表示板組立体は、図３１に示す液晶表示板組立体と異なり、１つの
画素（ＰＸ）をなす第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）が列方向に隣接し、それぞれ
異なるゲート線（Ｇｉ、Ｇｉ+１）に接続されている。図２６に示す実施例では、第１及
び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）に同一時間にそれぞれ異なるデータ電圧が印加されるが
、本実施例では、第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）に時差を置いてそれぞれ異なる
データ電圧が印加される。このように２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）の画素電圧を異な
るようにして視認性を向上させることができる。また上記実施例と同様に、第１及び第２
副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）の液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）の両端に印加される
電圧が共通電圧（Ｖｃｏｍ）に対してそれぞれ異なる極性を有するように構成することで
、同じ効果を得ることができる。
【０３２２】
　一方、図３３に示す液晶表示板組立体は、図３２に示した液晶表示板組立体と異なり、
第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）が１つのストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈ／Ｃｓｔ



(37) JP 2014-67052 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

ｌ）を含む。
【０３２３】
　以下、図３４を参照して図２６に示す液晶表示板組立体の他の例について説明する。
【０３２４】
　図３４は本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【０３２５】
　図３４に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）及び隣接
する第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を含む信号線と、これに接続された画素（
ＰＸ）を有する。以下では上記実施例と異なる点を中心に説明する。
【０３２６】
　画素（ＰＸ）は一対の第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）と２つの副画素（ＰＸｈ
、ＰＸｌ）に接続される結合キャパシタ（Ｃｃｐ）を含む。第１副画素（ＰＸｈ）は、第
１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）とこれに接続される液晶キャパシタ（Ｃｌｃ
ｈ）と、第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を含む。第２副画素
（ＰＸｌ）は、結合キャパシタ（Ｃｃｐ）に接続される第２スイッチング素子（Ｑｂ）と
これに接続される液晶キャパシタ（Ｃｌｃｌ）と、第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｂ
）を含む。
【０３２７】
　第１スイッチング素子（Ｑａ）は、ゲート線（Ｇｉ）からのゲート信号に従ってデータ
線（Ｄｊ）からのデータ電圧を液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ）及び結合キャパシタ（Ｃｃｐ
）に印加し、第２スイッチング素子（Ｑｂ）は、データ線（Ｄｊ）のデータ電圧と反対極
性のデータ電圧をデータ線（Ｄｊ+１）から受信して、２つの液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ
、Ｃｌｃｌ）に印加する。これによって第２副画素（ＰＸｌ）の液晶キャパシタ（Ｃｌｃ
ｌ）の両端に印加される電圧は、第１副画素（ＰＸｈ）の液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ）の
両端に印加される電圧より結合キャパシタ（Ｃｃｐ）の両端に印加される電圧だけ小さい
ので、液晶キャパシタ（Ｃｌｃｌ）に充電された電圧は、液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ）に
充電された電圧に比べて常に小さい。
【０３２８】
　液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）の充電電圧の適正比率は、結合キャパシタ（Ｃ
ｃｐ）の静電容量を調節することによって得ることができる。このようにして、液晶表示
装置の側面視認性を向上させることができる。
【０３２９】
　上記実施例における色々な特徴は本実施例による液晶表示板組立体にも適用可能である
。
【０３３０】
　以下、図３５を参照して図３４に示す液晶表示板組立体の一例について説明する。
【０３３１】
　図３５は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の配置図である。
【０３３２】
　本実施例による液晶表示板組立体の層状構造もまた、図２１及び図２２に示す液晶表示
板組立体の層状構造とほぼ同様である。
【０３３３】
　まず、下部表示板（図示せず）について説明する。絶縁基板（図示せず）の上に複数対
の第１及び第２ゲート電極（１２４ａ、１２４ｂ）を含む複数のゲート線１２１、複数の
維持電極線１３１及び横電極１３７を含む複数の連結電極１３５が形成されている。その
上にはゲート絶縁膜（図示せず）、複数対の第１及び第２半導体（１５４ａ、１５４ｂ）
、複数対の第１及び第２島状オーミックコンタクト部材（図示せず）、複数対の第１及び
第２データ線（１７１ａ、１７１ｂ）と複数対の第１及び第２ドレイン電極（１７５ａ、
１７５ｂ）、保護膜（図示せず）、並びに複数対の第１及び第２副画素電極（１９１ｈａ
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、１９１ｌａ）を含む第１画素電極１９１ａと第２画素電極１９１ｂとが順に形成されて
いる。
【０３３４】
　第１副画素電極１９１ｈａは上部及び下部副画素電極（１９１ｈａｕ、１９１ｈａｄ）
を含み、第２副画素電極１９１ｌａは上部及び下部副画素電極（１９１ｈａｕ、１９１ｈ
ａｄ）の間に位置する。上部及び下部副画素電極（１９１ｈａｕ、１９１ｈａｄ）は、コ
ンタクトホール（１８７ｄ、１８７ｕ）を介して下層の連結電極１３５に接続されて同一
電圧が印加される。
【０３３５】
　第１副画素電極１９１ｈａの上部及び下部副画素電極（１９１ｈａｕ、１９１ｈａｄ）
は、各々縦部及び複数の枝部を含み、第２副画素電極（１９１ｌａは横部１９７ｌａ及び
枝部を含み、第２画素電極１９１ｂは図の上下に長く延長された縦部、横部及び複数の枝
部を含む。第１画素電極１９１ａの枝部と第２画素電極１９１ｂの枝部が交互に配置され
ている。隣接する第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝部とその間の液晶層
３は、液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）を構成し、第２副画素電極１９１ｌａの横
部１９７ｌａは、第１副画素電極１９１ｈａと同一電圧が印加される下層の連結電極１３
５の横電極１３７とオーバーラップして結合キャパシタ（Ｃｃｐ）を構成する。また維持
電極線１３１と第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）が各々オーバーラップして
、第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）を構成する。
【０３３６】
　一方、図３４の液晶表示板組立体及び上記実施例の特徴は本実施例にも適用可能である
。
【０３３７】
　以下、図３６を参照して図２６に示す液晶表示板組立体の他の例について詳細に説明す
る。
【０３３８】
　図３６は本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の等価回路図であ
る。
【０３３９】
　図３６に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、隣接する２つのゲート線（
Ｇｉ、Ｇｉ+１）、第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）及び共通電圧線（図示せず）
を含む信号線とこれに接続される複数の画素（ＰＸ）を有する。
【０３４０】
　各画素（ＰＸ）は第１及び第２副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）及び昇圧部（ＢＵ）を含む。
第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）は第１スイッチング素子（Ｑｈａ／Ｑｌａ）及び第
２スイッチング素子（Ｑｂ）、液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）、第１ストレージ
キャパシタ（Ｃｓｔｈａ／Ｃｓｔｌａ）及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｂ）を含
む。昇圧部（ＢＵ）は第３スイッチング素子（Ｑｃ）と第４スイッチング素子（Ｑｂ）及
び昇圧キャパシタ（Ｃｂ）を含む。
【０３４１】
　第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）の第１スイッチング素子（Ｑｈａ／Ｑｌａ）の制
御端子はゲート線（Ｇｉ）に接続されており、入力端子は第１データ線（Ｄｊ）に接続さ
れており、出力端子は液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）及び第１ストレージキャパ
シタ（Ｃｓｔｈａ／Ｃｓｔｌａ）に接続される。第２スイッチング素子（Ｑｂ）の制御端
子はゲート線（Ｇｉ）に接続されており、入力端子は第２データ線（Ｄｊ+１）に接続さ
れており、出力端子は液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）及び第２ストレージキャパ
シタ（Ｃｓｔｂ）に接続される。
【０３４２】
　第３スイッチング素子（Ｑｃ）の制御端子はゲート線（Ｇｉ）に接続されており、入力
端子は共通電圧を伝達する別個の共通電圧線（図示せず）に接続されており、出力端子は
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第４スイッチング素子（Ｑｂ）及び昇圧キャパシタ（Ｃｂ）に接続される。
【０３４３】
　第４スイッチング素子（Ｑｂ）の制御端子は後端ゲート線（Ｇｉ+１）に接続されてお
り、入力端子は第１スイッチング素子（Ｑｌａ）の出力端子、液晶キャパシタ（Ｃｌｃｌ
）及び第１ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｌａ）に接続されており、出力端子は第３スイ
ッチング素子（Ｑｃ）の出力端子及び昇圧キャパシタ（Ｃｂ）に接続される。
【０３４４】
　本実施例による液晶表示板組立体を含む液晶表示装置の動作は以下のとおりである。
【０３４５】
　まず、データ線（Ｄｊ）に共通電圧（Ｖｃｏｍ）を基準に極性がプラス（＋）のデータ
電圧が印加され、データ線（Ｄｊ+１）には極性がマイナス（－）のデータ電圧が印加さ
れることを例として説明する。
【０３４６】
　ゲート線（Ｇｉ）にゲートオン電圧（Ｖｏｎ）が印加されると、これに接続される第１
～第３薄膜トランジスタ（Ｑｈａ、Ｑｌａ、Ｑｂ、Ｑｃ）がターンオンする。これによっ
て、データ線（Ｄｊ）のデータ電圧（＋）は、ターンオンした第１スイッチング素子（Ｑ
ｈａ、Ｑｌａ）を介して液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）の一端子に印加され、第
２スイッチング素子（Ｑｂ）を介して、データ線（Ｄｊ+１）のデータ電圧（－）が液晶
キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）の他の端子に印加される。
【０３４７】
　一方、共通電圧（Ｖｃｏｍ）が第３薄膜トランジスタ（Ｑｃ）を介して、昇圧キャパシ
タ（Ｃｂ）の一端子に印加され、昇圧キャパシタ（Ｃｂ）は、第１スイッチング素子（Ｑ
ｈａ）の出力端子の電圧と共通電圧（Ｖｃｏｍ）との差が充電される。
【０３４８】
　その後、ゲート線（Ｇｉ）にゲートオフ電圧（Ｖｏｆｆ）が印加され、次のゲート線（
Ｇｉ+１）にゲートオン電圧（Ｖｏｎ）が印加されると、第１～第３薄膜トランジスタ（
Ｑｈａ、Ｑｌａ、Ｑｂ、Ｑｃ）はターンオフし、第４薄膜トランジスタ（Ｑｂ）がターン
オンする。すると第１スイッチング素子（Ｑｌａ）の出力端子に集約されたプラス（＋）
電荷と、第３スイッチング素子（Ｑｃ）の出力端子に集約されたマイナス（－）電荷が互
いに混合され、これによって第１スイッチング素子（Ｑｌａ）の出力端子の電圧は低くな
り、第３スイッチング素子（Ｑｃ）の出力端子の電圧が上昇する。昇圧キャパシタ（Ｃｂ
）の一端子の第３スイッチング素子（Ｑｃ）の出力端子の電圧が上昇すると、孤立状態の
第１スイッチング素子（Ｑｈａ）の出力端子の電圧もともに上昇し、これによって液晶キ
ャパシタ（Ｃｌｃｈ）の両端の電圧差が大きくなる。これに対して、第１スイッチング素
子（Ｑｌａ）の出力端子の電圧は下降するので、液晶キャパシタ（Ｃｌｃｌ）両端の電圧
も下降する。
【０３４９】
　これと反対に、第１データ線（Ｄｊ）に共通電圧（Ｖｃｏｍ）を基準に極性がマイナス
（－）のデータ電圧が印加される場合は、キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ、Ｃｓｔｈａ
、Ｃｓｔｌａ、Ｃｂ、Ｃｓｔｂ）の両端に集約された電荷が上記説明と逆になる。
【０３５０】
　本実施例では、印加されるデータ電圧の極性に関係なく、第１副画素（ＰＸｈ）の液晶
キャパシタ（Ｃｌｃｈ）の充電電圧を第２副画素（ＰＸｌ）の液晶キャパシタ（Ｃｌｃｌ
）の充電電圧より常に高く維持することができる。従って、全体的な輝度及び透過率の減
少なしに液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）の充電電圧を異ならせて２つの副画素（
ＰＸｈ、ＰＸｌ）の輝度を異ならせることができる。
【０３５１】
　また、ゲート線（Ｇｉ）にゲートオン電圧が印加されるたびに第３薄膜トランジスタ（
Ｑｃ）によって昇圧キャパシタ（Ｃｂ）の電圧が共通電圧（Ｖｃｏｍ）に更新（ｒｅｆｒ
ｅｓｈ）されるので前フレーム（ｆｒａｍｅ）による残像を除去することができる。
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【０３５２】
　同時に第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）にそれぞれ異なる極性のデータ電圧が
印加されて、液晶表示装置の透過率及び応答速度等を高めることができ、上記実施例によ
る効果は本実施例にも適用できる。
【０３５３】
　なお、他の実施例においては、第１ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈａ／Ｃｓｔｌａ）
と第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｂ）の代わりに、第１／第２副画素（ＰＸｈ／ＰＸ
ｌ）が１つのストレージキャパシタ（図示せず）を含むことができる。
【０３５４】
　以下、図３７を参照して図２に示す液晶表示板組立体の他の例について説明する。
【０３５５】
　図３７は、本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図である
。
【０３５６】
　まず、図２及び図３７を参照すると、本実施例による液晶表示板組立体も互いに対向す
る下部及び上部表示板（１００、２００）とその間に挟持された液晶層３を有する。
【０３５７】
　本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）及び隣接する第１、第２及び第
３データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）を含む信号線と、これに接続される第１及び第２
画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）を有する。
【０３５８】
　ゲート線（Ｇｉ）、データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）、第１画素電極（ＰＥａ）及
び第２画素電極（ＰＥｂ）は金属層をパターニングして形成する。ゲート線（Ｇｉ）とデ
ータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）はそれぞれ異なる層に形成されており、その間には絶
縁体が存在する。第１及び第２画素電極（ＰＥａ、ＰＥｂ）はそれぞれ異なる層に形成す
るか、あるいは同一層に形成することができる。図３７の液晶表示板組立体では、第１～
第３データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）をいずれも同一層に形成している。
【０３５９】
　各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）は、第１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）、液
晶キャパシタ（Ｃｌｃ）と、第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）
を含む。
【０３６０】
　第１画素（ＰＸｎ）の第１スイッチング素子（Ｑａ）は、ゲート線（Ｇｉ）及び第１デ
ータ線（Ｄｊ）に接続されており、第１画素（ＰＸｎ）の第２スイッチング素子（Ｑｂ）
は、ゲート線（Ｇｉ）及び第２データ線（Ｄｊ+１）に接続されており、第２画素（ＰＸ

ｎ+１）の第１スイッチング素子（Ｑａ）は、ゲート線（Ｇｉ）及び第３データ線（Ｄｊ+

２）に接続されており、第２画素（ＰＸｎ+１）の第２スイッチング素子（Ｑｂ）は、ゲ
ート線（Ｇｉ）及び第２データ線（Ｄｊ+１）に接続されている。即ち、隣接する第１画
素（ＰＸｎ）の第２スイッチング素子（Ｑｂ）と第２画素（ＰＸｎ+１）の第２スイッチ
ング素子（Ｑｂ）は、同一のデータ線（Ｄｊ+１）（以下、共有データ線という）に接続
されている。
【０３６１】
　第１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）は、下部表示板１００に設けられた薄膜
トランジスタ等の三端子素子とすることができ、その制御端子はゲート線（Ｇｉ）に接続
されており、入力端子はデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）に接続されており、出力端
子は液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）と第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔ
ｂ）に各々接続されている。
【０３６２】
　再び図２を参照すると、液晶層３に含まれる液晶分子は誘電率異方性を有し、液晶層３
の液晶分子は電場のない状態でその長軸が２つの表示板（１００、２００）の表面に対し
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て垂直に配向されている。また、液晶分子は電場のない状態でその長軸が表示板（１００
、２００）に対して水平に配向される。
【０３６３】
　なお、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）及びストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）等
については既に説明したので詳細な説明は省略する。
【０３６４】
　以下、図３８及び図３９を参照して、本発明の一実施例に係る液晶表示装置の動作につ
いて説明する。
【０３６５】
　図３８及び図３９は、本発明の一実施例に係る液晶表示装置において、液晶表示装置が
利用できる最低電圧が０Ｖ、最高電圧が１４Ｖ、共通電圧（Ｖｃｏｍ）が７Ｖである場合
、各々連続する２フレームで隣接する４つの画素の液晶キャパシタの充電電圧と各データ
線に印加される電圧を示す図である。
【０３６６】
　図３８及び図３９を参照すると、隣接する２つの画素の間には１つのデータ線（Ｄｊ+

１、Ｄｊ+４）があり、２つの画素（ＰＸ）がこれらデータ線（Ｄｊ+１、Ｄｊ+４）、即
ち、共有データ線（Ｄｊ+１、Ｄｊ+４）に共通に接続されている。共有データ線（Ｄｊ+

１、Ｄｊ+４）にはフレームごとに最高駆動電圧（例えば１４Ｖ）と最低駆動電圧（０Ｖ
）が交互に印加される。即ち、１フレームにおいて図３８に示すように、共有データ線（
Ｄｊ+１、Ｄｊ+４）に０Ｖが印加されると、次のフレームにおいて図３９に示すように、
共有データ線（Ｄｊ+１、Ｄｊ+４）に１４Ｖが印加される。
【０３６７】
　まず、図３８を参照すると、共有データ線（Ｄｊ+１、Ｄｊ+４）に０Ｖが印加される。
第１画素の目標充電電圧は１４Ｖとして第１データ線（Ｄｊ）には１４Ｖのデータ電圧が
印加され、第２画素の目標充電電圧は１０Ｖとして第２データ線（Ｄｊ+２）には１０Ｖ
が印加され、第３画素の目標充電電圧は５Ｖとして第３データ線（Ｄｊ+３）には５Ｖが
印加され、第４画素の目標充電電圧は１Ｖとして第４データ線（Ｄｊ+５）には１Ｖが印
加される。この場合、隣接する画素は左側に印加される電圧を基準に互いに反対極性の電
圧が印加されて反転駆動が可能であり、表示特性を向上させることができる。
【０３６８】
　次のフレームにおいて、図３９に示すように、共有データ線（Ｄｊ+１、Ｄｊ+４）には
最高駆動電圧の１４Ｖが印加される。第１画素の目標充電電圧は１３Ｖとして第１データ
線（Ｄｊ）には１Ｖのデータ電圧が印加され、第２画素の目標充電電圧は８Ｖとして第２
データ線（Ｄｊ+２）には６Ｖが印加され、第３画素の目標充電電圧は６Ｖとして第３デ
ータ線（Ｄｊ+３）には８Ｖが印加され、第４画素の目標充電電圧は３Ｖとして第４デー
タ線（Ｄｊ+５）には１１Ｖが印加される。従って各画素には直前フレームの極性と反対
極性の電圧が印加され、隣接する画素にも同様に互いに反対極性の電圧が印加される。
【０３６９】
　本実施例において、隣接する画素の間に共有データ線が配置されており、データ線の数
を減らして液晶表示板組立体の開口率を向上させることができ、データ駆動部の数を減ら
して液晶表示装置の製造費用を節減することができる。
【０３７０】
　以下、図４０を参照して、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体について詳細に
説明する。
【０３７１】
　図４０は本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図である
。
【０３７２】
　図４０に示すように、本実施例による液晶表示板組立体も同様に、ゲート線（Ｇｉ）、
隣接する第１、第２及び第３データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）を含む信号線とこれに
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接続された第１及び第２画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）を含み、各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１

）は第１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）を含む。
【０３７３】
　図４０の液晶表示板組立体は、図３７の液晶表示板組立体と異なり、各画素（ＰＸｎ、
ＰＸｎ+１）が１つのストレージキャパシタ（Ｃｓｔ）を含み、共通電圧（Ｖｃｏｍ）の
伝達のための配線を別に形成しなくて済むので開口率が向上する。ストレージキャパシタ
（Ｃｓｔ）は、第１及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）の出力端子が絶縁体を介在
してオーバーラップするように形成することができる。
【０３７４】
　以下、図４１及び図４２と、図１を参照して、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組
立体について説明する。
【０３７５】
　図４１及び図４２は、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価
回路図である。
【０３７６】
　図４１及び図４２に示すように、本実施例に係る液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ

）、隣接する第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）を含む信号線と、これに接続され
た第１及び第２画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）を含み、各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）は第１
及び第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）、液晶キャパシタ（Ｃｌｃ）を含む。
【０３７７】
　図４１及び図４２の液晶表示板組立体は、各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）がストレージ
キャパシタ（Ｃｓｔ）を有する。これに対し、各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）が第１及び
第２スイッチング素子（Ｑａ、Ｑｂ）に各々接続された第１及び第２ストレージキャパシ
タ（図示せず）を含むように構成できる。
【０３７８】
　図４１及び図４２の液晶表示板組立体は、図３７又は図４０の液晶表示板組立体と異な
り、各画素の間にデータ線が形成されず、ゲート線（Ｇｉ）と水平に形成される共有デー
タ線（Ｄｋ）を含む構成である。共有データ線（Ｄｋ）は、他のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+

１）と同一層に形成されず、ゲート線（Ｇｉ）と同一層に形成されている。共有データ線
（Ｄｋ）は、他のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）と異なり、データ駆動部５００に接続され
ていない。従って、データ駆動部５００から電圧が印加されるのではなく、外部から最高
電圧及び最低電圧について１フレーム単位で変動する電圧が別に印加される。
【０３７９】
　なお、図４１の液晶表示板組立体は、共有データ線（Ｄｋ）が該当画素（ＰＸｎ）を中
心にゲート線（Ｇｉ）と同一側に配置されており、図４２の液晶表示板組立体は、共有デ
ータ線（Ｄｋ）が該当画素（ＰＸｎ）を中心にゲート線（Ｇｉ）と反対側に配置されてい
る。
【０３８０】
　図４１及び図４２の液晶表示板組立体は、図３７又は図４０の液晶表示板組立体に比べ
てデータ線及びデータ駆動部５００の数を減らすことができ、液晶表示板組立体の開口率
を向上させ、かつ製造費用を節減することができる。
【０３８１】
　以下、図２及び図４２を参照して、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体につい
て詳細に説明する。
【０３８２】
　図４３は本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等価回路図である。
【０３８３】
　図２及び図４３に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、図３７に示す液晶
表示板組立体とほぼ同様であるが、各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）がそれぞれ異なる静電
容量を有する第１及び第２液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）を含む点で異なる。図
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４３に示すように、第１液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ）は、二端子の間の距離が第２液晶キ
ャパシタ（Ｃｌｃｌ）に比べて長い。このため、第１及び第２液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ
、Ｃｌｃｌ）の両端に同一電圧が印加されても誘電体として作用する液晶層３に生成され
る電場の強さが異なるため、２つの液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）の液晶分子の
傾斜程度が異なる。従って液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）の両端子間の距離を調
節することにより、液晶表示装置の側面からの画像を正面からの画像に最大限近づけるこ
とができ、側面視認性を向上させることができる。
【０３８４】
　なお、ゲート線（Ｇｉ）、データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）、第１及び第２スイッ
チング素子（Ｑａ、Ｑｂ）と、ストレージキャパシタ（Ｃｓｔａ、Ｃｓｔｂ）等について
は図３７に示す実施例と同様であるので詳細な説明は省略する。
【０３８５】
　以下、図４４～図４７をそれぞれ参照して図４３に示す液晶表示板組立体の一例につい
て詳細に説明する。
【０３８６】
　図４４～図４７は、各々本発明の一実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素（ＰＸ

ｎ、ＰＸｎ+１）に関する配置図である。
【０３８７】
　まず、図４４に示すように、本実施例による液晶表示板組立体の平面構造及び層状構造
は、図２１及び図２２に示す液晶表示板組立体とほぼ同様である。以下、図２１及び図２
２に示す実施例と異なる点を中心に説明する。
【０３８８】
　図２１及び図２２と異なる点は、本実施例による液晶表示板組立体は、複数のデータ線
１７１と隣接する画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の間に位置する複数の共有データ線１７２
を含む点である。
【０３８９】
　次に、各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）が含む第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１
ｂ）についてさらに説明する。
【０３９０】
　第１画素電極１９１ａは、図の上下に長く延長された左側縦部１９２ａ、左側縦部１９
２ａの中央部分から図の右側に延長された中央横部１９３ａと、複数の上部及び下部枝部
（１９４ａ、１９５ａ）を含む。上部枝部１９４ａは中央横部１９３ａを基準に図の上部
に位置し、左側縦部１９２ａと中央横部１９３ａから図の右側上方に斜めに延長される。
下部枝部１９５ａは中央横部１９３ａを基準に図の下部に位置し、左側縦部１９２ａと中
央横部１９３ａから図の右側下方に斜めに延長される。上部及び下部枝部（１９４ａ、１
９５ａ）間の間隔は、画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の図の上部及び下部と中央部分では狭
く、その他の低階調領域（ＬＡ）では広い。
【０３９１】
　第２画素電極１９１ｂは、図の上下に長く延長される右側縦部１９２ｂ、右側縦部１９
２ｂの上端及び下端から図の左に延長される上部及び下部横部（１９３ｂ１、１９３ｂ２
）と、複数の上部及び下部枝部（１９４ｂ、１９５ｂ）を含む。上部枝部１９４ｂは、中
央横部１９３ａを基準に図の上部に位置し、右側縦部１９２ｂと上部横部１９３ｂ１から
図の左側下方に斜めに延長され、下部枝部１９５ｂは中央横部１９３ａを基準に図の下部
に位置し、右側縦部１９２ｂと下部横部１９３ｂ２から図の左側上方に斜めに延長される
。上部及び下部枝部（１９４ｂ、１９５ｂ）間の間隔も同様に、画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+

１）の図の上部及び下部と中央部分では狭く、その他の低階調領域（ＬＡ）では広い。
【０３９２】
　さらに、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の枝部（１９４ａ、１９４ｂ、
１９５ａ、１９５ｂ）は交互に配置されており、低階調領域（ＬＡ）では他の領域に比べ
て枝部（１９４ａ、１９４ｂ、１９５ａ、１９５ｂ）間の間隔が広い。これによる効果に



(44) JP 2014-67052 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

ついては、図２１及び図２２をはじめとする他の実施例と同様であるので詳細な説明は省
略する。
【０３９３】
　また各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）において、第１／第２ゲート電極（１２４ａ／１２
４ｂ）、第１／第２ソース電極（１７３ａ／１７３ｂ）及び第１／第２ドレイン電極（１
７５ａ／１７５ｂ）は、第１／第２半導体（１５４ａ、１５４ｂ）とともに第１／第２薄
膜トランジスタ（Ｑａ／Ｑｂ）を構成し、第１／第２薄膜トランジスタ（Ｑａ／Ｑｂ）の
チャンネルは、第１／第２ソース電極（１７３ａ／１７３ｂ）と第１／第２ドレイン電極
（１７５ａ／１７５ｂ）の間の第１／第２半導体（１５４ａ／１５４ｂ）に形成される。
【０３９４】
　隣接する２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）は、各々図の右側及び左側において共有デ
ータ線１７２に接続される。左側画素（ＰＸｎ）の第１画素電極１９１ａは、第１薄膜ト
ランジスタ（Ｑａ）を介してデータ線１７１からデータ電圧が印加され、第２画素電極１
９１ｂは、第２薄膜トランジスタ（Ｑｂ）を介して共有データ線１７２から最高駆動電圧
又は最低駆動電圧が印加される。また右側画素（ＰＸｎ+１）の第１画素電極１９１ａは
、第２薄膜トランジスタ（Ｑｂ）を介して共有データ線１７２から最高駆動電圧又は最低
駆動電圧が印加され、第２画素電極１９１ｂは、第１薄膜トランジスタ（Ｑａ）を介して
データ線１７１からデータ電圧が印加される。
【０３９５】
　次に、図４５に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、上記図４４に示した
液晶表示板組立体とほぼ同様であるが、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の
枝部間の間隔は長く、低階調領域（ＬＡ）には第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１
ｂ）の枝部間の間隔は短い部分がある点で相違する。
【０３９６】
　次に、図４６に示すように、本実施例による液晶表示板組立体の層状構造もまた図２４
に示した液晶表示板組立体の層状構造とほぼ同様である。以下、図２４に示す実施例と異
なる点を中心に説明する。
【０３９７】
　本実施例による液晶表示板組立体は、複数のデータ線１７１と隣接する画素（ＰＸｎ、
ＰＸｎ+１）の間に位置する共有データ線１７２を含む。
【０３９８】
　次に、各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）が含む第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１
ｂ）について説明する。
【０３９９】
　第１画素電極１９１ａは、各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の下端に位置する横部１９３
ａと横部１９３ａから図の上方に斜めに延長され、左右に３回折曲されて図の上下に連結
された逆くの字形状の複数の屈曲枝部１９６ａを有する。第２画素電極１９１ｂもまた図
の上端に位置する横部１９３ｂと横部１９３ｂから図の下方に斜めに延長され、左右に３
回折曲されて図の上下に連結された逆くの字形状の複数の屈曲枝部１９６ｂを有する。第
１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の屈曲枝部（１９６ａ、１９６ｂ）は交互に
配置されており、画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の左側の部分では屈曲枝部（１９６ａ、１
９６ｂ）間の間隔が短く、右側領域では屈曲枝部（１９６ａ、１９６ｂ）間の間隔が長い
。これによる効果については、図２１及び図２２をはじめとする他の実施例と同様である
ので詳細な説明は省略する。
【０４００】
　なお、データ線１７１及び共有データ線１７２と第１及び第２画素電極（１９１ａ、１
９１ｂ）については、上記実施例と同様であるので詳細な説明は省略する。
【０４０１】
　以下、図４７に示すように、本実施例による液晶表示板組立体の層状構造もまた図２５
に示した液晶表示板組立体の層状構造とほぼ同様である。ここでは、図２５に示した実施
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例と異なる点を中心に説明する。
【０４０２】
　本実施例による液晶表示板組立体も同様に、複数のデータ線１７１と隣接する画素（Ｐ
Ｘｎ、ＰＸｎ+１）の間に位置する複数の共有データ線１７２を含む。
【０４０３】
　各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）が含む第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）に
ついて説明する。
【０４０４】
　第１画素電極１９１ａは図の上下に長く延長される左側縦部１９２ａ、上端横部１９３
ａ、上端横部１９３ａから図の下方に延長され、左右に３回折曲された一対の縦屈曲部１
９６ａ、右側縦屈曲部１９６ａの中間から図の右側に延長される横部１９７ａ、右側縦屈
曲部１９６ａの下側屈曲点からの図の下方に延長される縦部１９８ａ、そして複数の斜線
枝部を含む。第２画素電極１９１ｂは、右側縦部１９２ｂ、下端横部１９３ｂ、下端横部
１９３ｂからの図の上方に延長され、左右に３回折曲された一対の縦屈曲部１９６ｂ、縦
屈曲部１９６ｂの上側屈曲点から図の左方に延長される上部横部１９７ｂ、縦屈曲部１９
６ｂの下側屈曲点から図の左方に延長される下部横部１９８ｂ、そして複数の斜線枝部を
含む。第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の斜線枝部は、ゲート線１２１に対
してほぼ４５度の角度をなす。
【０４０５】
　第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の斜線枝部は、交互に配置されており間
隔が一定である。第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の縦屈曲部（１９６ａ、
１９６ｂ）間の間隔は、隣接する第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の斜線枝
部間の間隔より短く、液晶層３の液晶分子の傾斜角度がより大きいので透過率も高い。な
お、図２１及び図２２をはじめとする他の実施例の説明が適用できる。
【０４０６】
　またデータ線１７１及び共有データ線１７２と第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９
１ｂ）については、上記実施例と同様であるので詳細な説明は省略する。
【０４０７】
　このように、図４４～図４７に示す実施例において、１つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１

）の第１画素電極１９１ａと第２画素電極１９１ｂの間の距離が長い部分と短い部分を交
互に位置させて、液晶層３に生成される電場の強さを異なるようにすることができ、液晶
分子３１の傾斜角度も異なるようにすることができ、液晶表示装置の側面視認性を向上さ
せ、かつ透過率を向上させることができる。
【０４０８】
　他に、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）間の間隔の短い部分の後に、間隔
の長い部分を複数位置させることができる。又は第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９
１ｂ）の間の間隔の長い部分の後に、間隔の短い部分を複数位置させることも可能である
。さらに、第１及び第２画素電極（１９１ａ、１９１ｂ）の間の距離を調節するか、間隔
の短い部分と長い部分の配置を調節して、透過率を最大化し、側面視認性を向上させるこ
とができる。
【０４０９】
　以下、図４８を参照して、本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体について詳細に
説明する。
【０４１０】
　図４８は本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の構造とともに１つの画素を示す
等価回路図である。
【０４１１】
　図４８を参照すると、各画素（ＰＸ）は一対の副画素を含み、各副画素は液晶キャパシ
タ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）及びストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈ、Ｃｓｔｌ）を含む。２
つの副画素のうちの少なくとも１つはゲート線、データ線及び液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ
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、Ｃｌｃｌ）に接続される２つのスイッチング素子（図示せず）を含む。
【０４１２】
　液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）は、下部表示板１００の第１副画素電極（ＰＥ
ｈａ／ＰＥｌａ）と第２副画素電極（ＰＥｈｂ／ＰＥｌｂ）を２つの端子とし、第１副画
素電極（ＰＥｈａ／ＰＥｌａ）と第２副画素電極（ＰＥｈｂ／ＰＥｌｂ）の間の液晶層３
は誘電体として機能する。第２副画素電極（ＰＥｈｂ、ＰＥｌｂ）は、各々別途のスイッ
チング素子（図示せず）に接続されており、第１副画素電極（ＰＥｈａ、ＰＥｌａ）のう
ちの少なくとも１つについても別途のスイッチング素子（図示せず）に接続されている。
又は第２副画素電極（ＰＥｈｂ、ＰＥｌｂ）が互いに分離されておらず、１つの電極とし
て１つのスイッチング素子（図示せず）に接続されるように構成できる。また、第２副画
素電極（ＰＥｈｂ、ＰＥｌｂ）を上部表示板２００に設けることもでき、この場合、第２
副画素電極（ＰＥｈｂ、ＰＥｌｂ）は、スイッチング素子に接続されずに別途の共通電圧
（Ｖｃｏｍ）が印加される。一方、液晶層３の液晶分子は誘電率異方性を有し、表示板（
１００、２００）に垂直に配向されている。液晶分子は表示板（１００、２００）に水平
に配向することも可能である。
【０４１３】
　液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）の補助的な役割を果たすストレージキャパシタ
（Ｃｓｔｈ／Ｃｓｔｌ）は、下部表示板１００の第１副画素電極（ＰＥｈａ／ＰＥｌａ）
と第２副画素電極（ＰＥｈｂ／ＰＥｌｂ）が絶縁体を介在してオーバーラップするように
構成できる。
【０４１４】
　なお、カラーフィルタ（ＣＦ）及び偏光子（図示せず）については、上記実施例と同様
であるので詳細な説明は省略する。
【０４１５】
　以下、図４９～図５１を参照して図４８に示す液晶表示板組立体の一例について詳細に
説明する。
【０４１６】
　図４９～図５１は、各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの副画素の
等価回路図である。
【０４１７】
　まず、図４９に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）、
隣接する第１及び第２データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）、ゲート線（Ｇｉ）と隣接する共有デ
ータ線（Ｄｋ）を含む信号線と、これに接続される画素（ＰＸ）を有する。
【０４１８】
　画素（ＰＸ）は一対の副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）を含み、各副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）
は、各々対応するゲート線（Ｇｉ）及びデータ線（Ｄｊ／Ｄｊ+１）に接続されている。
第１及び第２スイッチング素子（Ｑｈａ、Ｑｈｂ／Ｑｌａ、Ｑｌｂ）とこれに接続される
液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）、第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈ
ａ、Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓｔｌａ、Ｃｓｔｌｂ）を含む。
【０４１９】
　第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈａ、Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓｔｌａ、Ｃｓｔｌ
ｂ）は、別途備える電極と第１及び第２画素電極（ＰＥｈａ、ＰＥｈｂ／ＰＥｌａ、ＰＥ
ｌｂ）の各々とが絶縁体を介在することで形成できる。また、各副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ
）は１つのストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈ／Ｃｓｔｌ）を含むように構成できる。
【０４２０】
　第１副画素（ＰＸｈ）の第１スイッチング素子（Ｑｈａ）は、ゲート線（Ｇｉ）及び第
１データ線（Ｄｊ）に接続されており、第１副画素（ＰＸｈ）の第２スイッチング素子（
Ｑｈｂ）は、ゲート線（Ｇｉ）及び共有データ線（Ｄｋ）に接続されており、第２副画素
（ＰＸｌ）の第１スイッチング素子（Ｑｌａ）は、ゲート線（Ｇｉ）及び第２データ線（
Ｄｊ+１）に接続されており、第２副画素（ＰＸｌ）の第２スイッチング素子（Ｑｌｂ）
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はゲート線（Ｇｉ）及び共有データ線（Ｄｋ）に接続されている。即ち、隣接するスイッ
チング素子（Ｑｈｂ、Ｑｌｂ）は、同一のデータ線（Ｄｋ）に接続されている。共有デー
タ線（Ｄｋ）については、既に説明したので詳細な説明は省略する。第１及び第２スイッ
チング素子（Ｑｈａ、Ｑｌｂ）についても既に説明したので詳細な説明は省略する。
【０４２１】
　このような液晶表示板組立体を含む液晶表示装置において、信号制御部６００が１つの
画素（ＰＸ）に対する入力画像信号（Ｒ、Ｇ、Ｂ）を受信して、２つの副画素（ＰＸｈ、
ＰＸｌ）に対する出力画像信号（ＤＡＴ）に変換し、データ駆動部５００に伝送できる。
また、階調電圧生成部８００において、２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）に対する階調電
圧群を別に形成し、これを交互にデータ駆動部５００に提供するか、データ駆動部５００
でこれを交互に選択することによって２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）にそれぞれ異なる
電圧を印加することができる。この場合、２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）の合成ガンマ
曲線が正面の基準ガンマ曲線に近づくように画像信号を補正したり、階調電圧群を形成す
ることが望ましい。例えば、正面の合成ガンマ曲線は、該液晶表示板組立体に最適に決め
られた正面の基準ガンマ曲線と一致するようにし、側面の合成ガンマ曲線は正面の基準ガ
ンマ曲線に最も近づくようにする。
【０４２２】
　次に、図５０に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、隣接する第１及び第
２ゲート線（Ｇｉ、Ｇｉ+１）、データ線（Ｄｊ）、ゲート線（Ｇｉ）と隣接する共有デ
ータ線（Ｄｋ）を含む信号線と、これに接続された画素（ＰＸ）を有する。画素（ＰＸ）
は、一対の副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）を含み、各副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）は、スイッチ
ング素子（Ｑｈａ、Ｑｈｂ／Ｑｌａ、Ｑｌｂ）とこれに接続された液晶キャパシタ（Ｃｌ
ｃｈ／Ｃｌｃｌ）、第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈａ、Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓ
ｔｌａ、Ｃｓｔｌｂ）を含む。
【０４２３】
　図５０の液晶表示板組立体が図４９の液晶表示板組立体と異なる点は、２つの副画素が
列方向に隣接し、それぞれ異なるゲート線（Ｇｉ、Ｇｉ+１）に接続される点である。即
ち、第１副画素（ＰＸｈ）の第１スイッチング素子（Ｑｈａ）は第１ゲート線（Ｇｉ）及
びデータ線（Ｄｊ）に接続されており、第１副画素（ＰＸｈ）の第２スイッチング素子（
Ｑｈｂ）は第１ゲート線（Ｇｉ）及び共有データ線（Ｄｋ）に接続されており、第２副画
素（ＰＸｌ）の第１スイッチング素子（Ｑｌａ）は第２ゲート線（Ｇｉ+１）及びデータ
線（Ｄｊ）に接続されており、第２副画素（ＰＸｌ）の第２スイッチング素子（Ｑｌｂ）
は第２ゲート線（Ｇｉ+１）及び共有データ線（Ｄｋ）に接続されている。即ち、各副画
素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）の第１／第２スイッチング素子（Ｑｈａ、Ｑｌａ／Ｑｈｂ、Ｑｌｂ
）は同一のデータ線（Ｄｊ／Ｄｋ）に接続されている。
【０４２４】
　液晶キャパシタ（Ｃｌｃｈ、Ｃｌｃｌ）と第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ
ｈａ、Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓｔｌａ、Ｃｓｔｌｂ）、並びにこのような液晶表示板組立体を含
む液晶表示装置の動作等については上記実施例と実質的に同様であるので詳細な説明は省
略する。しかし、図４９に示す液晶表示装置において、１つの画素（ＰＸ）をなす２つの
副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）に同一の時間にデータ電圧が印加されるのに対し、本実施例で
は２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）に時間差を置いてデータ電圧が印加される。
【０４２５】
　次に、図５１に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）、
隣接する第１～第３データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）を含む信号線とこれに接続され
た画素（ＰＸ）を有する。
【０４２６】
　画素（ＰＸ）は、一対の副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）を含み、各副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ
）は、各々対応するゲート線（Ｇｉ）及びデータ線（Ｄｊ／Ｄｊ+２）に接続されている
第１スイッチング素子（Ｑｈａ／Ｑｌａ）、ゲート線（Ｇｉ）及び共有データ線（Ｄｊ+
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１）に接続されている第２スイッチング素子（Ｑｈｂ／Ｑｌｂ）、これに接続される液晶
キャパシタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）、並びに第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔ
ｈａ、Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓｔｌａ、Ｃｓｔｌｂ）を含む。
【０４２７】
　本実施例による液晶表示板組立体は、図４９に示す液晶表示板組立体とほぼ同様である
が、共有データ線（Ｄｊ+１）がゲート線（Ｇｉ）と水平に形成されず、副画素（ＰＸｈ
、ＰＸｌ）の間に形成されている点で相違する。共有データ線（Ｄｊ+１）は、他のデー
タ線（Ｄｊ、Ｄｊ+２）と同じ層に形成され、データ駆動部５００に接続されて電圧が印
加される。
【０４２８】
　以下、図５２～図５８を参照して図４８に示す液晶表示板組立体の他の例について詳細
に説明する。
【０４２９】
　図５２～図５８は、各々本発明の他の実施例に係る液晶表示板組立体の２つの画素の等
価回路図である。
【０４３０】
　まず、図５２に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、第１及び第２ゲート
線（Ｇｉ、Ｇｉ+１）、第１、第２及び第３データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）を含む
信号線と、これに接続された２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）を含み、各画素（ＰＸｎ

、ＰＸｎ+１）は一対の副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）を含み、各副画素（ＰＸｈ／ＰＸｌ）
はスイッチング素子（Ｑｈａ、Ｑｈｂ／Ｑｌａ、Ｑｌｂ）とこれに接続された液晶キャパ
シタ（Ｃｌｃｈ／Ｃｌｃｌ）、並びに第１及び第２ストレージキャパシタ（Ｃｓｔｈａ、
Ｃｓｔｈｂ／Ｃｓｔｌａ、Ｃｓｔｌｂ）を含む。
【０４３１】
　図５２の液晶表示板組立体が図４９の液晶表示板組立体と異なるのは、行方向に隣接す
るスイッチング素子（Ｑｈｂ、Ｑｌｂ）は、第２データ線（Ｄｊ+１）、つまり共有デー
タ線（Ｄｊ+１）に共通に接続される点である。即ち、第１画素（ＰＸｎ）の第１副画素
（ＰＸｈ）の第２スイッチング素子（Ｑｈｂ）、第２画素（ＰＸｎ+１）の第１副画素（
ＰＸｈ）の第２スイッチング素子（Ｑｈｂ）、第１画素（ＰＸｎ）の第２副画素（ＰＸｌ
）の第２スイッチング素子（Ｑｌｂ）及び第２画素（ＰＸｎ+１）の第２副画素（ＰＸｌ
）の第２スイッチング素子（Ｑｌｂ）はいずれも共有データ線（Ｄｊ+１）に接続されて
いる。
【０４３２】
　また図５２の液晶表示板組立体が図５１の液晶表示板組立体と異なる点は、１つの画素
（ＰＸｎ／ＰＸｎ+１）をなす２つの副画素（ＰＸｈ、ＰＸｌ）が列方向に隣接し、それ
ぞれ異なるゲート線（Ｇｉ、Ｇｉ+１）に接続されることである。これについては図５０
の実施例と実質的に同様であるので詳細な説明は省略する。
【０４３３】
　次に、図５３に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）、
隣接する第１～第３データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）を含む信号線とこれに接続され
る２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）を有する。各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）については
、上記図３４に示す液晶表示板組立体と同様であるので詳細な説明は省略する。
【０４３４】
　本実施例では、隣接する２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の第２スイッチング素子（
Ｑｂ）がゲート線（Ｇｉ）及び共有データ線（Ｄｊ+１）に接続されている。
【０４３５】
　本実施例による液晶表示板組立体は、共有データ線（Ｄｊ+１）がゲート線（Ｇｉ）と
水平に形成されず、２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の間に形成されている。共有デー
タ線（Ｄｊ+１）については既に説明したので詳細な説明は省略する。
【０４３６】
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　次に、図５４に示す液晶表示板組立体は図５３に示す液晶表示板組立体での説明と同様
であるが、本実施例では、共有データ線（Ｄｋ）が各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の間に
形成されず、ゲート線（Ｇｉ）と水平に形成されている点で相違する。共有データ線（Ｄ

ｋ）は、他のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）と同じ層に形成されず、ゲート線（Ｇｉ）と同
じ層に形成されている。共有データ線（Ｄｋ）は、他のデータ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１）と異
なって、データ駆動部５００に接続されていない。従ってデータ駆動部５００から電圧が
印加されるのではなく、外部から最高電圧及び最低電圧が１フレーム単位で変動する電圧
が別途印加される。
【０４３７】
　次に、図５５に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）、
隣接する第１～第３データ線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）を含む信号線とこれに接続され
る２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）を有する。
【０４３８】
　各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）については、上記図２９に示す液晶表示板組立体と同様
であるので詳細な説明は省略する。
【０４３９】
　本実施例では、隣接する２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の第２スイッチング素子（
Ｑｈｂ、Ｑｌｂ）がゲート線（Ｇｉ）及び共有データ線（Ｄｊ+１）に接続されている。
２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の間に形成される共有データ線（Ｄｊ+１）については
、既に説明したので詳細な説明は省略する。
【０４４０】
　次に、図５６に示すように、本実施例による液晶表示板組立体は、図５５に示す液晶表
示板組立体とほぼ同様であるが、共有データ線（Ｄｋ）が各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）
の間に形成されず、ゲート線（Ｇｉ）と水平に形成されている。次に、図５７を参照する
と、本実施例による液晶表示板組立体は、ゲート線（Ｇｉ）、隣接する第１～第３データ
線（Ｄｊ、Ｄｊ+１、Ｄｊ+２）及び共通電圧線（図示せず）を含む信号線とこれに接続さ
れる２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）を有する。
【０４４１】
　各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）については、上記図３６に示す液晶表示板組立体と同様
であるので詳細な説明は省略する。
【０４４２】
　本実施例では、隣接する２つの画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）の第２スイッチング素子（
Ｑｂ）がゲート線（Ｇｉ）及び共有データ線（Ｄｊ+１）に接続されている。
【０４４３】
　次に、図５８を参照すると、本実施例による液晶表示板組立体は、図５７に示す液晶表
示板組立体とほぼ同様であるが、共有データ線（Ｄｋ）が各画素（ＰＸｎ、ＰＸｎ+１）
の間に形成されず、ゲート線（Ｇｉ）と水平に形成されている。
【０４４４】
　図３７～図５７に示す液晶表示板組立体を含む液晶表示装置にも、図３８及び図３９に
示される駆動方法が適用できる。また液晶層の液晶分子は正の誘電率異方性を有し、電場
のない状態で表示板（１００、２００）に垂直に配向される。この場合、液晶層に電場が
生成されると液晶分子が電場方向に平行に傾斜して、光の偏光状態を変化させる。正の誘
電率異方性を有する液晶分子を使用する場合、負の誘電率異方性を有する液晶分子に比べ
て回転粘度が低く、より速い応答速度を得ることができる。さらに、液晶分子３１の傾斜
方向が電場の方向に確実に定義されるので、外部の影響による液晶分子３１の配列に乱れ
が生じても、速やかに再整列して、良好な表示特性を実現することができる。
【０４４５】
　以上、本発明の好ましい実施例について詳細に説明したが、本発明の技術的範囲は上記
の実施例には限定されない。特許請求の範囲で定義されている本発明の基本概念を利用し
て多様な変形及び改良が可能であろう。それらの変形及び改良形態も本発明の技術的範囲
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【符号の説明】
【０４４６】
３００　　液晶表示板組立体
４００　　ゲート駆動部
５００　　データ駆動部
８００　　階調電圧生成部
６００　　信号制御部
１００、２００　　表示板
３１　　液晶分子
１９１ａ　　第１画素電極
１９１ｂ　　第２画素電極
１２４ａ　　第１ゲート電極
１２４ｂ　　第２ゲート電極
１１０　　絶縁基板
１２１　　ゲート線
１３１　　維持電極線
１３３ａ　　第１維持電極
１３３ｂ　　第２維持電極
１２１、１３１　　ゲート導電体
１５４ａ　　第１島状半導体
１５４ｂ　　第２島状半導体
１６３ａ、１６５ａ　　島状オーミックコンタクト部材
１７１ａ　　第１データ線
１７１ｂ　　第２データ線
１７５ａ　　第１ドレイン電極
１７５ｂ　　第２ドレイン電極
１７３ａ　　第１ソース電極
１７３ｂ　　第２ソース電極
１７７ａ　　第１拡張部
１７７ｂ　　第２拡張部
２３０　　カラーフィルタ
２２０　　遮光部材
２５０　　蓋膜
１８０　　保護膜
２７０　　共通電極
２１　　配向膜



(51) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(52) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図７】

【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】



(53) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(54) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(55) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】



(56) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図２６】 【図２７】

【図２８Ａ】 【図２８Ｂ】



(57) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図２９】 【図３０】

【図３１】

【図３２】 【図３３】



(58) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図３４】 【図３５】

【図３６】 【図３７】

【図３８】



(59) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図３９】

【図４０】

【図４１】

【図４２】

【図４３】 【図４４】



(60) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図４５】 【図４６】

【図４７】 【図４８】



(61) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図４９】 【図５０】

【図５１】 【図５２】



(62) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図５３】

【図５４】

【図５５】

【図５６】 【図５７】



(63) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図５８】

【図８】



(64) JP 2014-67052 A 2014.4.17

【図２１】



(65) JP 2014-67052 A 2014.4.17

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２３Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６３１Ｕ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６２４Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６８０Ｈ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   3/20    ６４２Ｄ          　　　　　

(72)発明者  愼　庸　桓
            大韓民国京畿道龍仁市器興区甫羅洞現代モーニングサイド１次アパート３０１棟１４０４号
(72)発明者  禹　和　成
            大韓民国京畿道水原市霊通区梅灘１洞住公４団地アパート４１９棟１０７号
(72)発明者  鄭　光　哲
            大韓民国京畿道城南市壽井区太平１洞７１１５－４番地
(72)発明者  蔡　鍾　哲
            大韓民国ソウル市麻浦区鹽里洞エルジザイアパート１０６棟１９０２号
(72)発明者  鄭　美　惠
            大韓民国京畿道水原市長安区亭子洞大林進興アパート８２４棟１４０２号
Ｆターム(参考) 2H192 AA24  BB01  BB13  BB21  BB33  BB53  BB54  BB64  BC23  BC24 
　　　　 　　        BC31  CB05  CB14  CC02  CC04  CC42  CC64  DA02  DA15  DA65 
　　　　 　　        EA06  EA13  EA42  EA66  GD61  JA34 
　　　　 　　  2H193 ZA04  ZA19  ZC24  ZE02  ZH52  ZQ16 
　　　　 　　  5C006 AC21  AF42  AF43  AF44  FA51  FA54  FA55 
　　　　 　　  5C080 AA10  BB05  DD01  DD27  FF07  JJ01  JJ02  JJ03  JJ06 



专利名称(译) 液晶表示装置

公开(公告)号 JP2014067052A 公开(公告)日 2014-04-17

申请号 JP2013240055 申请日 2013-11-20

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星显示器的股票会社

[标]发明人 愼庸桓
禹和成
鄭光哲
蔡鍾哲
鄭美惠

发明人 愼 庸 桓
禹 和 成
鄭 光 哲
蔡 鍾 哲
鄭 美 惠

IPC分类号 G09G3/36 G02F1/1368 G02F1/133 G09G3/20

CPC分类号 G02F1/136286 G09G3/3614 G09G3/3659 G09G2300/0434 G09G2300/0465 G09G2320/0252 
G09G2320/0257 G09G2320/028

FI分类号 G09G3/36 G02F1/1368 G02F1/133.505 G09G3/20.642.E G09G3/20.611.F G09G3/20.623.C G09G3/20.
631.U G09G3/20.624.B G09G3/20.680.H G09G3/20.642.D

F-TERM分类号 2H192/AA24 2H192/BB01 2H192/BB13 2H192/BB21 2H192/BB33 2H192/BB53 2H192/BB54 2H192
/BB64 2H192/BC23 2H192/BC24 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/CB14 2H192/CC02 2H192/CC04 
2H192/CC42 2H192/CC64 2H192/DA02 2H192/DA15 2H192/DA65 2H192/EA06 2H192/EA13 2H192
/EA42 2H192/EA66 2H192/GD61 2H192/JA34 2H193/ZA04 2H193/ZA19 2H193/ZC24 2H193/ZE02 
2H193/ZH52 2H193/ZQ16 5C006/AC21 5C006/AF42 5C006/AF43 5C006/AF44 5C006/FA51 5C006
/FA54 5C006/FA55 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD01 5C080/DD27 5C080/FF07 5C080/JJ01 
5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ06

代理人(译) 山下大沽嗣
尼诺雄一

优先权 1020080056321 2008-06-16 KR
1020080057043 2008-06-17 KR

外部链接 Espacenet

摘要(译)

根据本发明实施例的液晶显示器包括：彼此相对的第一和第二基板;液晶层，包括介于第一和第二基板之间的液晶分子;栅极线形成
在第一基板上并传输栅极信号;第一和第二数据线形成在第一基板上并传输具有不同极性的第一和第二数据电压;第一开关元件，连
接到栅极线和第一数据线;第二开关元件，连接到栅极线和第二数据线;第一和第二像素电极分别连接到第一和第二开关元件，并且
彼此分开，其中液晶层具有正介电各向异性。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/82773cfb-cc32-4e9c-9d34-7f62db985d71
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041414412/publication/JP2014067052A?q=JP2014067052A



